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(57)【要約】
　いくつかの新規の特徴は、封止層と、封止層を横切る
ビア構造と、パッドとを含む集積デバイスに関する。ビ
ア構造は、第１の側面と、第２の側面と、第３の側面と
を含むビアを含む。ビア構造は、ビアの少なくとも第１
の側面と第３の側面を囲むバリア層も含む。パッドは、
ビア構造のバリア層に直接結合される。いくつかの実装
形態では、集積デバイスは、封止層の第１の表面に結合
された第１の誘電体層を含む。いくつかの実装形態では
、集積デバイスは、封止層の第１の表面に結合された基
板を含む。いくつかの実装形態では、集積デバイスは、
基板に結合された第１のダイを含み、封止層は、第１の
ダイを封止する。いくつかの実装形態では、ビアは、パ
ッドとして動作するように構成された部分を含む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　封止層と、
　前記封止層を横切るビア構造であって、
　　第１の側面と、第２の側面と、第３の側面とを備えるビアと、
　　前記ビアの少なくとも前記第１の側面と前記第３の側面を囲むバリア層とを備えるビ
ア構造と、
　前記ビア構造の前記バリア層に直接結合されたパッドとを備える集積デバイス。
【請求項２】
　前記封止層の第１の表面に結合された第１の誘電体層をさらに備える、請求項１に記載
の集積デバイス。
【請求項３】
　前記封止層の第２の表面に結合された第２の誘電体層をさらに備える、請求項２に記載
の集積デバイス。
【請求項４】
　前記封止層の第１の表面に結合された基板をさらに備える、請求項１に記載の集積デバ
イス。
【請求項５】
　前記基板に結合された第１のダイをさらに備え、前記封止層は、前記第１のダイを封止
する、請求項４に記載の集積デバイス。
【請求項６】
　前記ビア構造は充填材をさらに備える、請求項４に記載の集積デバイス。
【請求項７】
　前記ビアはシード層を備える、請求項１に記載の集積デバイス。
【請求項８】
　前記ビアは、パッドとして動作するように構成された部分を備える、請求項１に記載の
集積デバイス。
【請求項９】
　少なくともインターポーザ、パッケージデバイス、および／またはパッケージオンパッ
ケージデバイスのうちの１つを備える、請求項１に記載の集積デバイス。
【請求項１０】
　音楽プレーヤ、ビデオプレーヤ、エンターテイメントユニット、ナビゲーションデバイ
ス、通信デバイス、モバイルデバイス、モバイルフォン、スマートフォン、携帯情報端末
、固定位置端末、タブレットコンピュータ、および／またはラップトップコンピュータの
うちの少なくとも１つに組み込まれる、請求項１に記載の集積デバイス。
【請求項１１】
　封止層と、
　前記封止層を横切るビア構造であって、
　　第１の側面と、第２の側面と、第３の側面とを備えるビアと、
　　前記ビアの少なくとも前記第１の側面と前記第３の側面を囲むバリア手段とを備える
ビア構造と、
　前記ビア構造の前記バリア手段に直接結合されたパッドとを備える装置。
【請求項１２】
　前記封止層の第１の表面に結合された第１の誘電体層をさらに備える、請求項１１に記
載の装置。
【請求項１３】
　前記封止層の第２の表面に結合された第２の誘電体層をさらに備える、請求項１２に記
載の装置。
【請求項１４】
　前記封止層の第１の表面に結合された基板をさらに備える、請求項１１に記載の装置。
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【請求項１５】
　前記基板に結合された第１のダイをさらに備え、前記封止層は、前記第１のダイを封止
する、請求項１４に記載の装置。
【請求項１６】
　前記ビア構造は充填材手段をさらに備える、請求項１１に記載の装置。
【請求項１７】
　前記ビアはシード層を備える、請求項１１に記載の装置。
【請求項１８】
　前記ビアは、パッドとして動作するように構成された部分を備える、請求項１１に記載
の装置。
【請求項１９】
　少なくともインターポーザ、パッケージデバイス、および／またはパッケージオンパッ
ケージデバイスのうちの１つを備える、請求項１１に記載の装置。
【請求項２０】
　音楽プレーヤ、ビデオプレーヤ、エンターテイメントユニット、ナビゲーションデバイ
ス、通信デバイス、モバイルデバイス、モバイルフォン、スマートフォン、携帯情報端末
、固定位置端末、タブレットコンピュータ、および／またはラップトップコンピュータの
うちの少なくとも１つに組み込まれる、請求項１１に記載の装置。
【請求項２１】
　集積デバイスを製作するための方法であって、
　基板上にパッドを形成するステップと、
　前記基板上に封止層を形成するステップと、
　前記封止層内にビア構造を形成するステップとを含み、前記ビア構造を形成する前記ス
テップは、
　　前記封止層内にバリア層を形成するステップと、
　　前記バリア層上にビアを形成するステップとを含み、前記ビアは、第１の側面と、第
２の側面と、第３の側面とを備え、前記ビアは、前記バリア層が前記ビアの少なくとも前
記第１の側面と前記第３の側面を囲むように前記バリア層上に形成され、前記バリア層は
パッドに直接結合される、方法。
【請求項２２】
　前記封止層の第１の表面上に第１の誘電体層を形成するステップをさらに含む、請求項
２１に記載の方法。
【請求項２３】
　前記封止層の第２の表面上に第２の誘電体層を形成するステップをさらに含む、請求項
２２に記載の方法。
【請求項２４】
　前記基板の少なくとも一部を除去するステップをさらに含む、請求項２１に記載の方法
。
【請求項２５】
　前記基板に第１のダイを結合するステップをさらに含み、前記封止層を形成する前記ス
テップは、前記第１のダイを前記封止層によって封止するステップを含む、請求項２１に
記載の方法。
【請求項２６】
　前記ビア構造を形成するステップは、充填材を形成するステップをさらに含む、請求項
２１に記載の方法。
【請求項２７】
　前記ビアを形成する前記ステップは、前記バリア層上にシード層を形成するステップを
含む、請求項２１に記載の方法。
【請求項２８】
　前記ビアを形成する前記ステップは、ビアの一部をパッドとして形成するステップを含
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む、請求項２１に記載の方法。
【請求項２９】
　前記集積デバイスは、少なくともインターポーザ、パッケージデバイス、および／また
はパッケージオンパッケージデバイスのうちの１つを備える、請求項２１に記載の方法。
【請求項３０】
　前記集積デバイスは、音楽プレーヤ、ビデオプレーヤ、エンターテイメントユニット、
ナビゲーションデバイス、通信デバイス、モバイルデバイス、モバイルフォン、スマート
フォン、携帯情報端末、固定位置端末、タブレットコンピュータ、および／またはラップ
トップコンピュータのうちの少なくとも１つに組み込まれる、請求項２１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　本願は、２０１４年２月１３日に出願された「Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｄｅｖｉｃｅ　
Ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ　Ｖｉａ　Ｗｉｔｈ　Ｓｉｄｅ　Ｂａｒｒｉｅｒ　Ｌａｙｅｒ　Ｔ
ｒａｖｅｒｓｉｎｇ　Ｅｎｃａｐｓｕｌａｔｉｏｎ　Ｌａｙｅｒ」という名称の米国仮出
願第６１／９３９５２３号の優先権を主張する、２０１４年５月９日に出願された「Ｉｎ
ｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｄｅｖｉｃｅ　Ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ　Ｖｉａ　Ｗｉｔｈ　Ｓｉｄｅ
　Ｂａｒｒｉｅｒ　Ｌａｙｅｒ　Ｔｒａｖｅｒｓｉｎｇ　Ｅｎｃａｐｓｕｌａｔｉｏｎ　
Ｌａｙｅｒ」という名称の米国特許出願第１４／２７４５１７号の優先権を主張する。こ
れらの出願は、参照により本明細書に明確に組み込まれる。
【０００２】
　様々な特徴は、封止層を横切るサイドバリア層を有するビアを含む集積デバイスに関す
る。
【背景技術】
【０００３】
　図１は、第１のパッケージ１０２が第２のパッケージ１０４に結合されている状態を示
す。第１のパッケージ１０２は、第１の基板１０６と、第１のダイ（たとえば、チップ）
１０８と、モールド１１０と、はんだボールの第１のセット１１６と、配線の第１のセッ
ト１１８と、はんだボールの第３のセット１２６とを含む。第１の基板１０６は、トレー
スおよび／またはビア（どちらも図示されていない）を含んでもよい。第２のパッケージ
１０４は、第２の基板１０５と、第２のダイ１０７と、第３のダイ１０９と、はんだボー
ルの第２のセット１１５と、ワイヤボンディングの第１のセット１１７と、ワイヤボンデ
ィングの第２のセット１１９とを含む。第２の基板１０５は、トレースおよび／またはビ
ア（どちらも図示されていない）を含んでもよい。第２のパッケージ１０４は、第１のパ
ッケージ１０２よりも上方に位置する。
【０００４】
　第１のダイ１０８は、配線の第１のセット１１８を通して第１の基板１０６の第１の表
面（たとえば、上面）に結合される。モールド１１０は、第１のダイ１０８および配線の
第１のセット１１８を封止する。はんだボールの第１のセット１１６は、第１の基板１０
６の第２の表面（たとえば、底面）に結合される。はんだボールの第３のセット１２６は
、第１の基板１０６の第１の表面（たとえば、上面）に結合される。はんだボールの第３
のセット１２６は、モールド１１０に囲まれる。第１の基板１０６は、第１のダイ１０８
および／またははんだボールの第１のセット１１６に電気的に接続されてもよいトレース
および／またはビアのセットを含む。
【０００５】
　第２のダイ１０７および第３のダイ１０９は、第２の基板１０５の第１の表面（たとえ
ば、上面）に結合される。第２のダイ１０７は、ワイヤボンディングの第１のセット１１
７を通して第２の基板１０５のトレースおよび／またはビアに電気的に結合される。第３
のダイ１０９は、ワイヤボンディングの第２のセット１１９を通して第２の基板１０５の



(5) JP 2017-511971 A 2017.4.27

10

20

30

40

50

トレースおよび／またはビアに電気的に結合される。はんだボールの第２のセット１１５
は、第２の基板１０５の第２の表面（たとえば、底面）に結合される。
【０００６】
　図２は、従来のパッケージオンパッケージ（ＰｏＰ，ｐａｃｋａｇｅ　ｏｎ　ｐａｃｋ
ａｇｅ）集積デバイスを示す。図２に示すように、集積デバイス２００は、図１の第１の
パッケージ１０２と第２のパッケージ１０４とを含む。図２に示すように、第１のパッケ
ージ１０２が第２のパッケージ１０４に結合される場合、第２のパッケージ１０４のはん
だボールの第２のセット１１５は、第１のパッケージ１０２のはんだボールの第３のセッ
ト１２６に結合される。
【０００７】
　図１および図２に示すパッケージオンパッケージ（ＰｏＰ）構成の１つの主要な欠点は
、モバイルコンピューティングデバイスの要件に対して大きすぎる場合がある形状因子を
有する集積デバイスが作製されることである。すなわち、図２に示すＰｏＰ構成は厚すぎ
、ならびに／あるいはモバイルコンピューティングデバイスの要件および／または必要条
件を満たすことができないほど大きすぎる表面積を有する場合がある。特に、集積デバイ
ス、特にモバイルデバイスに実装されることになる集積デバイスのサイズを縮小すること
が常に要求されている。さらに、ＰｏＰ構成を製作するプロセスは複雑でありコストがか
かる場合がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　したがって、改善された形状因子（たとえば、より小さい、より狭い、より薄い）を有
するコスト効果的な集積パッケージが必要である。理想的には、そのような集積パッケー
ジは、現在の集積パッケージと比較して、より高密度の接続を実現するとともに、製作に
関してよりコスト効果的である（たとえば、より安価である）。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本明細書において説明する様々な特徴、装置、および方法は、封止層を横切るサイドバ
リア層を有するビアを含む集積デバイスを提供する。
【００１０】
　第１の例は、封止層と、封止層を横切るビア構造と、パッドとを含む集積デバイスを提
供する。ビア構造は、第１の側面と、第２の側面と、第３の側面とを含むビアを含む。ビ
ア構造は、ビアの少なくとも第１の側面と第３の側面を囲むバリア層も含む。パッドは、
ビア構造のバリア層に直接結合される。
【００１１】
　一態様によれば、集積デバイスは、封止層の第１の表面に結合された第１の誘電体層を
含む。いくつかの実装形態では、集積デバイスは、封止層の第２の表面に結合された第２
の誘電体層を含む。
【００１２】
　一態様によれば、集積デバイスは、封止層の第１の表面に結合された基板を含む。いく
つかの実装形態では、集積デバイスは、基板に結合された第１のダイを含み、封止層は、
第１のダイを封止する。いくつかの実装形態では、ビア構造は充填材をさらに含む。
【００１３】
　一態様によれば、ビアは、シード層を含む。
【００１４】
　一態様によれば、ビアは、パッドとして動作するように構成された部分を含む。
【００１５】
　一態様によれば、集積デバイスは、少なくともインターポーザ、パッケージデバイス、
および／またはパッケージオンパッケージ（ＰｏＰ）デバイスのうちの１つを含む。
【００１６】
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　一態様によれば、集積デバイスは、音楽プレーヤ、ビデオプレーヤ、エンターテイメン
トユニット、ナビゲーションデバイス、通信デバイス、モバイルデバイス、モバイルフォ
ン、スマートフォン、携帯情報端末、固定位置端末、タブレットコンピュータ、および／
またはラップトップコンピュータのうちの少なくとも１つに組み込まれる。
【００１７】
　第２の例は、封止層と、封止層を横切るビア構造と、パッドとを含む装置を提供する。
ビア構造は、第１の側面と、第２の側面と、第３の側面とを含むビアを含む。ビア構造は
、ビアの少なくとも第１の側面と第３の側面を囲むバリア手段を含む。パッドは、ビア構
造のバリア層に直接結合される。
【００１８】
　一態様によれば、装置は、封止層の第１の表面に結合された第１の誘電体層を含む。い
くつかの実装形態では、装置は、封止層の第２の表面に結合された第２の誘電体層を含む
。
【００１９】
　一態様によれば、装置は、封止層の第１の表面に結合された基板を含む。いくつかの実
装形態では、装置は、基板に結合された第１のダイを含み、封止層は、第１のダイを封止
する。
【００２０】
　一態様によれば、ビア構造は充填手段を含む。
【００２１】
　一態様によれば、ビアはシード層を含む。
【００２２】
　一態様によれば、ビアは、パッドとして動作するように構成された部分を含む。
【００２３】
　一態様によれば、装置は、少なくともインターポーザ、パッケージデバイス、および／
またはパッケージオンパッケージ（ＰｏＰ）デバイスのうちの１つを含む。
【００２４】
　一態様によれば、装置は、音楽プレーヤ、ビデオプレーヤ、エンターテイメントユニッ
ト、ナビゲーションデバイス、通信デバイス、モバイルデバイス、モバイルフォン、スマ
ートフォン、携帯情報端末、固定位置端末、タブレットコンピュータ、および／またはラ
ップトップコンピュータのうちの少なくとも１つに組み込まれる。
【００２５】
　第３の例は、集積デバイスを作製するための方法を提供する。この方法では、基板上に
パッドを形成する。この方法では、基板上に封止層を形成する。この方法では、封止層に
ビア構造を形成し、ビア構造を形成することは、（１）封止層にバリア層を形成すること
と、（２）バリア層上にビアを形成することであって、ビアが、第１の側面と、第２の側
面と、第３の側面とを備え、ビアは、バリア層がビアの少なくとも第１の側面と第３の側
面を囲むようにバリア層上に形成され、バリア層はパッドに直接結合される。
【００２６】
　一態様によれば、この方法では、封止層の第１の表面上に第１の誘電体層を形成する。
【００２７】
　一態様によれば、この方法では、封止層の第２の表面上に第２の誘電体層を形成する。
【００２８】
　一態様によれば、この方法では基板の少なくとも一部を除去する。
【００２９】
　一態様によれば、この方法では、基板に第１のダイを結合し、封止層を形成することは
、第１のダイを封止層によって封止することを含む。
【００３０】
　一態様によれば、ビア構造を形成することは充填材を形成することを含む。
【００３１】
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　一態様によれば、ビアを形成することは、バリア層上にシード層を形成することを含む
。
【００３２】
　一態様によれば、ビアを形成することは、ビアの一部をパッドとして形成することを含
む。
【００３３】
　一態様によれば、集積デバイスは、少なくともインターポーザ、パッケージデバイス、
および／またはパッケージオンパッケージ（ＰｏＰ）デバイスのうちの１つを備える。
【００３４】
　一態様によれば、集積デバイスは、音楽プレーヤ、ビデオプレーヤ、エンターテイメン
トユニット、ナビゲーションデバイス、通信デバイス、モバイルデバイス、モバイルフォ
ン、スマートフォン、携帯情報端末、固定位置端末、タブレットコンピュータ、および／
またはラップトップコンピュータのうちの少なくとも１つに組み込まれる。
【００３５】
　様々な特徴、性質、および利点は、同様の参照符号が全体にわたって対応して識別する
図面と併せて読まれたとき、以下に記載する詳細な説明から明らかになる場合がある。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】第１のパッケージが第２のパッケージに結合されている状態の側面図である。
【図２】従来のパッケージオンパッケージ（ＰｏＰ）デバイスの図である。
【図３】サイドバリア層を含む封止貫通ビア（ＴＥＶ，ｔｈｒｏｕｇｈ　ｅｎｃａｐｓｕ
ｌａｔｉｏｎ　ｖｉａ）の一例を示す図である。
【図４】サイドバリア層を含む封止貫通ビア（ＴＥＶ）を含む集積デバイスの一例を示す
図である。
【図５Ａ】サイドバリア層を含む封止貫通ビア（ＴＥＶ）を含む集積デバイスを提供／製
造するための例示的なシーケンスを示す図である。
【図５Ｂ】サイドバリア層を含む封止貫通ビア（ＴＥＶ）を含む集積デバイスを提供／製
造するための例示的なシーケンスを示す図である。
【図５Ｃ】サイドバリア層を含む封止貫通ビア（ＴＥＶ）を含む集積デバイスを提供／製
造するための例示的なシーケンスを示す図である。
【図６】サイドバリア層を含む封止貫通ビア（ＴＥＶ）を含むインターポーザの一例を示
す図である。
【図７Ａ】サイドバリア層を含む封止貫通ビア（ＴＥＶ）を含む集積デバイスを提供／製
造するための例示的なシーケンスを示す図である。
【図７Ｂ】サイドバリア層を含む封止貫通ビア（ＴＥＶ）を含む集積デバイスを提供／製
造するための例示的なシーケンスを示す図である。
【図７Ｃ】サイドバリア層を含む封止貫通ビア（ＴＥＶ）を含む集積デバイスを提供／製
造するための例示的なシーケンスを示す図である。
【図８】サイドバリア層と充填材とを含む封止貫通ビア（ＴＥＶ）の一例を示す図である
。
【図９】サイドバリア層を含む封止貫通ビア（ＴＥＶ）を含む集積デバイスの一例を示す
図である。
【図１０Ａ】サイドバリア層を含む封止貫通ビア（ＴＥＶ）を含む集積デバイスを提供／
製造するための例示的なシーケンスを示す図である。
【図１０Ｂ】サイドバリア層を含む封止貫通ビア（ＴＥＶ）を含む集積デバイスを提供／
製造するための例示的なシーケンスを示す図である。
【図１０Ｃ】サイドバリア層を含む封止貫通ビア（ＴＥＶ）を含む集積デバイスを提供／
製造するための例示的なシーケンスを示す図である。
【図１１】サイドバリア層と充填材とを含む封止貫通ビア（ＴＥＶ）を含むインターポー
ザの一例を示す図である。
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【図１２Ａ】サイドバリア層を含む封止貫通ビア（ＴＥＶ）を含む集積デバイスを提供／
製造するための例示的なシーケンスを示す図である。
【図１２Ｂ】サイドバリア層を含む封止貫通ビア（ＴＥＶ）を含む集積デバイスを提供／
製造するための例示的なシーケンスを示す図である。
【図１２Ｃ】サイドバリア層を含む封止貫通ビア（ＴＥＶ）を含む集積デバイスを提供／
製造するための例示的なシーケンスを示す図である。
【図１３】サイドバリア層を含む封止貫通ビア（ＴＥＶ）を含む集積デバイスを提供／製
造するための方法の例示的な流れ図である。
【図１４】本明細書で説明する集積デバイス、半導体デバイス、ダイ、集積回路、および
／またはＰＣＢを組み込み得る様々な電子デバイスを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３７】
　以下の説明では、本開示の様々な態様を完全に理解することが可能なように具体的な詳
細を示す。しかしながら、それらの態様が、これらの具体的な詳細なしに実施でき得るこ
とが、当業者には理解されよう。たとえば、態様を不必要に詳しく説明して曖昧にするこ
とを避けるために、回路がブロック図で示される場合がある。他の例では、本開示の態様
を曖昧にしないように、周知の回路、構造、および技術は詳細には示されていない場合が
ある。
【００３８】
概説
　いくつかの新規の特徴は、封止層と、封止層を横切るビア構造と、パッドとを含む集積
デバイスに関する。ビア構造は、第１の側面と、第２の側面と、第３の側面とを含むビア
を含む。ビア構造は、ビアの少なくとも第１の側面と第３の側面を囲むバリア層も含む。
パッドは、ビア構造のバリア層に直接結合される。いくつかの実装形態では、ビア構造は
充填材（たとえば、ポリマー充填材）も含む。いくつかの実装形態では、集積デバイスは
、封止層の第１の表面に結合された第１の誘電体層を含む。いくつかの実装形態では、集
積デバイスは、封止層の第２の表面に結合された第２の誘電体層を含む。いくつかの実装
形態では、集積デバイスは、封止層の第１の表面に結合された基板を含む。いくつかの実
装形態では、集積デバイスは、基板に結合された第１のダイを含み、封止層は、第１のダ
イを封止する。いくつかの実装形態では、基板は基板貫通ビア（ＴＳＶ，ｔｈｒｏｕｇｈ
　ｓｕｂｓｔｒａｔｅ　ｖｉａ）のセットを含む。いくつかの実装形態では、ビアはシー
ド層を含む。いくつかの実装形態では、ビアは、パッドとして動作するように構成された
部分を含む。
【００３９】
封止層を横切るサイドバリア層を有するビアを含む例示的な集積デバイス
　図３は、集積デバイス（たとえば、パッケージデバイス、パッケージオンパッケージ（
ＰｏＰ）デバイス、インターポーザ）に実装されてもよい封止貫通ビア（ＴＥＶ）のセッ
トの一例を示す。
【００４０】
　詳細には、図３は、基板３０２と、絶縁層３０４と、封止層３０６と、誘電体層３０８
とを示す。図３はまた、第１のパッド３１０と、第１のバリア層３１２と、封止貫通ビア
（ＴＥＶ）３１４と、キャビティ３１５とを示す。第１のパッド３１０は、基板３０２内
に配置される。各実装形態は、基板３０２用のそれぞれに異なる材料を使用してもよい（
たとえば、シリコン、ガラス、セラミック、有機物）。いくつかの実装形態では、基板３
０２はウエハレベル基板である。
【００４１】
　第１のパッド３１０は金属材料（たとえば、アルミニウム）である。絶縁層３０４は基
板３０２の第１の表面（たとえば、上面）に結合される。いくつかの実装形態では、絶縁
層３０４はパッシベーション層である。いくつかの実装形態では、絶縁層３０４は誘電体
である。いくつかの実装形態では、絶縁層３０４は第１のパッド３１０を少なくとも部分
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的に覆う。各実装形態は、絶縁層３０４用にそれぞれに異なる材料を使用してもよい（た
とえば、それぞれに異なる誘電材料）。いくつかの実装形態では、絶縁層３０４は窒化ケ
イ素（ＳｉＮ）層である。
【００４２】
　いくつかの実装形態では、封止層３０６は絶縁層３０４に結合される。たとえば、封止
層３０６の第１の表面（たとえば、底面）は、絶縁層３０４の第２の表面（たとえば、上
面）に結合される。各実装形態は、封止層３０６用にそれぞれに異なる材料を使用しても
よい。いくつかの実装形態では、封止層３０６は充填材ム層である。いくつかの実装形態
では、封止層３０６は、光パターニング可能特性を有する材料で作られる。いくつかの実
装形態では、封止層３０６は、フォトエッチングプロセスによって除去する（たとえば、
エッチングする）ことができる材料で作られる。いくつかの実装形態では、封止層３０６
にフォトエッチングプロセスを施すと、ＴＥＶを形成するプロセスにおいて封止層３０６
にキャビティを形成する（たとえば、作製する）際にパッケージの他の構成要素が損傷を
受けないようになる。たとえば、いくつかの実装形態では、光パターニング可能な封止層
３０６に対してフォトエッチングプロセスを使用すると、レーザを使用して封止層３０６
にキャビティを作製する場合にあり得るパッド３１０の損傷が回避される。たとえば、レ
ーザプロセスを使用してパッド（たとえば、パッド３１０）の上方の封止層にキャビティ
を作製すると、レーザがパッド（たとえば、パッド３１０）を損傷しならびに／あるいは
破壊し、それによってＴＥＶが基板の配線に適切に結合されるのを妨げる。
【００４３】
　第１のバリア層３１２およびＴＥＶ　３１４は、封止層３０６内に配置される。ＴＥＶ
　３１４は、封止層３０６を横切る金属層（たとえば、銅）である。いくつかの実装形態
では、ＴＥＶ　３１４はシード層を含む。そのような場合、ＴＥＶ　３１４は金属層（た
とえば、銅層）とシード層とを含む。いくつかの実装形態では、シード層は、ＴＥＶ　３
１４の金属層とバリア層３１２との間に位置する。ＴＥＶ　３１４は、第１の側面（たと
えば、下側面）と、第２の側面（たとえば、上側面）と、第３の側面（たとえば、垂直側
面）とを有する。いくつかの実装形態では、ＴＥＶ　３１４の第３の側面はＴＥＶ　３１
４の壁であってもよい。いくつかの実装形態では、ＴＥＶ　３１４は非水平側面を有して
もよい。たとえば、ＴＥＶ　３１４は、非垂直側面または非水平側面（たとえば、対角側
面）を有してもよい。
【００４４】
　図３に示すように、第１のバリア層３１２がＴＥＶ　３１４に結合される。特に、ＴＥ
Ｖ　３１４は封止層３０６内で第１のバリア層３１２に囲まれる。第１のバリア層３１２
は、ＴＥＶ　３１４の第１の側面およびＴＥＶ　３１４の第３の側面（たとえば、垂直側
面）に結合される。したがって、図３に示すように、いくつかの実装形態では、ＴＥＶ　
３１４が封止層３０６に直接接触することはない（たとえば、直接的な接点を有さない）
。各実装形態は、第１のバリア層３１２用にそれぞれに異なる材料を使用してもよい。い
くつかの実装形態では、第１のバリア層３１２は、少なくともチタン（Ｔｉ）、ＴｉＮ、
および／またはＴｉＷのうちの１つである。しかし、第１のバリア層３１２は、他の材料
であってもよく、列挙された材料に限定されない。
【００４５】
　第１のバリア層３１２は、第１のパッド３１０に結合される。いくつかの実装形態では
、第１のバリア層３１２は絶縁層３０４に少なくとも部分的に囲まれる。
【００４６】
　誘電体層３０８は封止層３０６に結合される。いくつかの実装形態では、誘電体層３０
８の第１の表面（たとえば、底面）は、封止層３０６の第２の表面（たとえば、上面）に
結合される。いくつかの実装形態では、誘電体層３０８の第２の表面（たとえば、上面）
は、ＴＥＶ　３１４の上面に揃えてもよい。いくつかの実装形態では、誘電体層３０８は
、誘電体層３０８を開放し、ＴＥＶ　３１４の上面の一部を露出させるキャビティ３１５
を含んでもよい。
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【００４７】
　図３に示すように、ＴＥＶ　３１４は、ＴＥＶ　３１４がビアとパッドの両方であるよ
うに構成される。いくつかの実装形態では、ビアとパッドの組合せをビア構造と呼ぶこと
がある。いくつかの実装形態では、ビア構造はＴＥＶ　３１４と第１のバリア層３１２と
を含む。いくつかの実装形態では、ＴＥＶ　３１４はＴ字形を有する。いくつかの実装形
態では、第１のバリア層３１２はＵ字形を有する。
【００４８】
　図３に示すように第１のバリア層３１２とＴＥＶ　３１４とを含むビア構造が、様々な
集積デバイスに実装されてもよい。いくつかの実装形態では、ビア構造は、集積パッケー
ジデバイス（たとえば、パッケージオンパッケージ（ＰｏＰ）デバイス）に実装されても
よい。
【００４９】
　図３は、第１のパッド３１０が基板３０２に埋め込まれることを示す。しかし、いくつ
かの実装形態では、第１のパッド３１０は、基板３０２の表面上に配置される。
【００５０】
　図４は、ビア構造４０１のセットを含む集積パッケージデバイス４００を示す。いくつ
かの実装形態では、ビア構造４０１は、図３に示すビア構造および／または本開示におい
て説明し図示する任意の新規のビア構造であってもよい。
【００５１】
　図４に示すように、集積パッケージデバイス４００は、基板４０２と、第１のダイ４０
４と、第２のダイ４０６と、配線の第１のセット４１４と、配線の第２のセット４１６と
、封止層４１８と、第１の誘電体層４２０と、第２の誘電体層４２２と、基板貫通ビア（
ＴＳＶ）のセット４２４と、配線の第３のセット４２６と、はんだボールのセット４２８
と、第１のパッド４３０とを含む。いくつかの実装形態では、基板４０２は、図を明確に
するために示されていない配線（たとえば、トレース、ビア）のセットを含んでもよい。
配線のセットは、１つまたは複数のパッド（たとえば、パッド４３０）および／または配
線の第３のセット４２６に結合されてもよい。
【００５２】
　第１のダイ４０４は、配線の第１のセット４１４（たとえば、第１のバンプ、第１のピ
ラー配線、第１のはんだ）を通して基板４０２に結合される。第２のダイ４０６は、配線
の第２のセット４１６（たとえば、第２のバンプ、第２のピラー配線、第２のはんだ）を
通して基板４０２に結合される。封止層４１８は第１のダイ４０４および第２のダイ４０
６を覆う。
【００５３】
　ビア構造４０１のセットは、封止層４１８を横切り、基板４０２に結合される。いくつ
かの実装形態では、ビア構造のセット４０１は少なくとも第１のパッド４３０に結合され
る。いくつかの実装形態では、第１のパッド４３０は、ＴＳＶのセット４２４のうちの少
なくとも１つのＴＳＶに結合される。ＴＳＶのセット４２４のＴＳＶのうちの少なくとも
１つのＴＳＶが、配線４２６の第３のセットに結合されてもよい。配線の第３のセット４
２６のうちの少なくとも１つの配線が、はんだボールのセット４２８のうちのはんだボー
ルに結合されてもよい。
【００５４】
　いくつかの実装形態では、基板４０２の第１の表面上に誘電体層４０９が結合される（
たとえば、形成される）。いくつかの実装形態では、誘電体層４０９は、絶縁層３０４と
同様でありならびに／あるいは同じである。いくつかの実装形態では、封止層４１８は誘
電体層４０９に結合される。
【００５５】
　ビア構造４０１のうちの１つは、第１のバリア層４０３（たとえば、第１のバリア層３
１２）と封止貫通ビア（ＴＥＶ）４０５（たとえば、ＴＥＶ　３１４）とを含む。第１の
バリア層４０３およびＴＥＶ　４０５は、封止層４１８内に配置される。ＴＥＶ　４０５
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は、封止層４１８を横切る金属層（たとえば、銅）である。いくつかの実装形態では、Ｔ
ＥＶ　４０５はシード層を含む。そのような場合、ＴＥＶ　４０５は金属層（たとえば、
銅層）とシード層とを含む。いくつかの実装形態では、シード層は、ＴＥＶ　４０５の金
属層とバリア層４０３との間に位置する。ＴＥＶ　４０５は、第１の側面（たとえば、下
側面）と、第２の側面（たとえば、上側面）と、第３の側面（たとえば、垂直側面）とを
有する。いくつかの実装形態では、ＴＥＶ　４０５の第３の側面はＴＥＶ　４０５の壁で
あってもよい。いくつかの実装形態では、ＴＥＶ　４０５の垂直側面は、封止層４１８の
上面および／または底面に垂直である。
【００５６】
　第１のバリア層４０３は、ＴＥＶ　４０５に結合される。特に、ＴＥＶ　４０５は封止
層４１８内で第１のバリア層４０３に囲まれる。第１のバリア層４０３は、ＴＥＶ　４０
５の第１の側面およびＴＥＶ　４０５の第３の側面（たとえば、垂直側面）に結合される
。したがって、図４に示すように、いくつかの実装形態では、ＴＥＶ　４０５が封止層４
１８に直接接触することはない（たとえば、直接的な接点を有さない）。
【００５７】
　図４は、第１のパッド４３０が基板４０２に埋め込まれることを示す。しかし、いくつ
かの実装形態では、第１のパッド４３０は、基板４０２の表面上に配置される。図を明確
にするために図４には示されていないが、第１のパッド４３０は基板４０２内の配線（た
とえば、ビア、トレース）に結合される。
【００５８】
　いくつかの実装形態では、集積デバイス４００は、パッケージオンパッケージ（ＰｏＰ
）集積デバイスにおけるパッケージ（たとえば、集積デバイス）である。したがって、い
くつかの実装形態では、別の集積デバイス（たとえば、別のパッケージ）が集積デバイス
４００に結合されてもよい。たとえば、基板と配線（たとえば、はんだボール）とを備え
る別の集積デバイスが集積デバイス４００の上部に結合されてもよい。そのような場合、
配線（たとえば、はんだボール）は、集積デバイス４００のビア構造４０１に結合されて
もよい。
【００５９】
封止層を横切るサイドバリア層を有するビアを含む集積デバイスを提供／製作する例示的
なシーケンス
　いくつかの実装形態では、ビア構造を含む集積デバイス（たとえば、集積パッケージ）
を提供することは、いくつかのプロセスを含む。図５（図５Ａ～図５Ｃを含む）は、集積
デバイスを提供するための例示的なシーケンスを示す。いくつかの実装形態では、図５Ａ
～図５Ｃのシーケンスは、図３および／または図４の集積デバイス、ならびに／あるいは
本開示で説明する他の集積デバイスを提供する／製造するために使用され得る。
【００６０】
　図５Ａ～図５Ｃのシーケンスが、回路要素も含む集積デバイスを提供する／製造するた
めに使用されてもよいことにも留意されたい。図５Ａ～図５Ｃのシーケンスが、集積デバ
イスを提供するためのシーケンスを簡略化しならびに／あるいは明確化するために１つま
たは複数の段階を組み合わせてもよいことにさらに留意されたい。
【００６１】
　いくつかの実装形態では、図５Ａ～図５Ｃのプロセスは、高密度配線を有する集積デバ
イスを提供する新規のプロセスを示す。
【００６２】
　図５Ａの段階１において示すように、基板５０２を設ける（たとえば、製作する）。い
くつかの実装形態では、基板５０２はウエハである。各実装形態では、基板用にそれぞれ
に異なる様々な材料を使用してもよい（たとえば、シリコン基板、ガラス基板、セラミッ
ク基板、有機基板）。基板５０２は、基板貫通ビア（ＴＳＶ）のセット５０４とパッドの
セット５０５とを含む。いくつかの実装形態では、基板５０２は他の配線（たとえば、ト
レース）を含んでもよい。パッドのセット５０５は、基板５０２の第１の表面（たとえば
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、上面）上に配置される。いくつかの実装形態では、パッドのセット５０５は、基板５０
２の第１の表面に埋め込まれる。いくつかの実装形態では、基板５０２の第１の表面上に
誘電体層５０３が結合される（たとえば、形成される）。いくつかの実装形態では、誘電
体層５０３は、絶縁層３０４と同様でありならびに／あるいは同じである。誘電体層５０
３は、１つまたは複数のパッド５０５および／またはＴＳＶの１つまたは複数のセット５
０４の上方に１つまたは複数の開口部および／またはキャビティを含んでもよい。いくつ
かの実装形態では、基板５０２は、図を明確にするために示されていない配線（たとえば
、トレース、ビア）のセットを含んでもよい。配線のセットは、１つまたは複数のパッド
（たとえば、パッド５０５）に結合されてもよい。
【００６３】
　段階２において、基板５０２に第１のダイ５０６および第２のダイ５０８を結合する。
第１のダイ５０６を配線の第１のセット５１６（たとえば、第１のピラー、第１のはんだ
）を通して基板５０２に結合する。いくつかの実装形態では、配線の第１のセットのうち
の少なくとも１つの配線がＴＳＶのセット５０４のうちの少なくとも１つのＴＳＶに電気
的に結合される。第２のダイ５０８は、配線の第２のセット５１８（たとえば、第１のピ
ラー、第１のはんだ）を通して基板５０２に結合される。いくつかの実装形態では、配線
の第２のセット５１８のうちの少なくとも１つの配線をＴＳＶのセット５０４のうちの少
なくとも１つのＴＳＶに電気的に結合する。
【００６４】
　段階３において、基板５０２上および／または基板５０２上の誘電体層５０３上に封止
層５２０を設ける（たとえば、形成する）。封止層５２０は、第１のダイ５０６および第
２のダイ５０８を封止する。いくつかの実装形態では、封止層５２０は基板５０２に直接
結合されてもよい。各実装形態は、封止層５２０用にそれぞれに異なる材料を使用しても
よい。いくつかの実装形態では、封止層５２０は充填材ム層である。いくつかの実装形態
では、封止層５２０は、光パターニング可能特性を有する材料で作られる。
【００６５】
　段階４において、封止層５２０にキャビティ５２５を形成する。いくつかの実装形態で
は、キャビティ５２５はパッド（たとえば、パッド５０５）の上方に形成される（たとえ
ば、作製される）。いくつかの実装形態では、キャビティ５２５は、フォトエッチングプ
ロセス（たとえば、フォトリソグラフィプロセス）を使用することによって形成される。
【００６６】
　段階５において、バリア層５３０を設ける（たとえば、形成する、堆積させる）。いく
つかの実装形態では、バリア層５３０を形成するためにめっきプロセスが使用される。バ
リア層５３０は、キャビティ５２５の内壁、パッド５０５の少なくとも一部、および／ま
たは封止層５２０の第１の表面を覆ってもよい。各実装形態は、バリア層５３０用にそれ
ぞれに異なる材料を使用してもよい。いくつかの実装形態では、バリア層５３０は、少な
くともチタン（Ｔｉ）、（ＴｉＮ）、アルミニウム銅（ＡｌＣｕ）、チタン銅合金（Ｔｉ
Ｃｕ）、および／またはチタンタングステン銅合金（ＴｉＷＣｕ）のうちの１つである。
しかしながら、各実装形態は、それぞれに異なる材料を使用してもよい。したがって、バ
リア層５３０用の材料を上記に記載した材料に限定すべきではない。
【００６７】
　バリア層５３０上にシード層５３２も設ける（たとえば、形成する、堆積させる）。い
くつかの実装形態では、バリア層５３０上にシード層５３２を形成するためにめっきプロ
セスが使用される。各実装形態は、シード層５３２用にそれぞれに異なる材料を使用して
もよい。いくつかの実装形態では、シード層５３２は金属層である。
【００６８】
　段階６において、シード層５３２上にフォトレジスト層５３４を設ける（たとえば、形
成する、堆積させる）。いくつかの実装形態では、フォトレジスト層５３４を設けること
は、フォトレジスト層５３４を設けることと、フォトレジスト層５３４のいくつかの部分
を選択的に除去することとを含む。
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【００６９】
　段階７において、シード層５３２上に金属層５３６を設ける（たとえば、形成する、堆
積させる）。いくつかの実装形態では、金属層５３６は、フォトレジスト層５３４によっ
て覆われていないシード層５３２上に設けられる。いくつかの実装形態では、シード層５
３２上に金属層５３６を設けるためにリソグラフィおよびめっきプロセスが使用される。
いくつかの実装形態では、金属層５３６とシード層５３２は同じ材料である。したがって
、いくつかの実装形態では、金属層５３６はシード層５３２を含んでもよい。
【００７０】
　段階８において、フォトレジスト層５３４、シード層５３２、およびバリア層５３０を
選択的に除去する（たとえば、エッチングする）。いくつかの実装形態では、フォトレジ
スト層５３４、シード層５３２、およびバリア層５３０を同時に除去する。いくつかの実
装形態では、フォトレジスト層５３４、シード層５３２、およびバリア層５３０を順次除
去する。段階８に示すように、フォトレジスト層５３４、シード層５３２、およびバリア
層５３０を選択的に除去した後にビア構造５３８を製作する。いくつかの実装形態では、
ビア構造５３８は、図３～図４に記載されたビア構造のうちの１つである。
【００７１】
　段階９において、場合によっては、封止層５２０の第２の表面上に誘電体層５４０を設
ける（たとえば、形成する）。いくつかの実装形態では、誘電体層５４０の表面をビア構
造５３８の表面と揃える。いくつかの実装形態では、誘電体層５４０はビア構造５３８を
覆ってもよく、ビア構造５３８の一部の上方にキャビティを形成してもよい。
【００７２】
　段階１０において、場合によっては、基板５０２の第２の表面（たとえば、底面）上に
別の誘電体層５５０を設ける（たとえば、形成する）。さらに、誘電体層５５０上／内に
配線のセット５５２も設ける。いくつかの実装形態では、配線のセット５５２は、再分配
層および／またはアンダーバンプメタライゼーション（ＵＢＭ）層の少なくとも一方を含
む。いくつかの実装形態では、配線のセット５５２のうちの少なくとも１つの配線をＴＳ
Ｖのセット５０４のうちの少なくとも１つのＴＳＶに電気的に結合する。
【００７３】
　段階１１において、配線のセット５５２にはんだボールのセット５５４を結合する。い
くつかの実装形態では、段階１０の後、封止層と、サイドバリア層を含むビア構造とを含
む集積デバイス５６０を製作する。
【００７４】
封止層を横切るサイドバリア層を有するビアを含む例示的な集積デバイス
　図６は、ビア構造のセット６１０を含む集積パッケージデバイスを示す。詳細には、図
６は、ビア構造のセット６１０を含むインターポーザ６００の一例を示す。いくつかの実
装形態では、ビア構造６１０は、図３に示すビア構造および／または本開示において説明
し図示する任意の新規のビア構造であってもよい。
【００７５】
　図６に示すように、インターポーザ６００は、封止層６０２と、第１の誘電体層６０４
と、基板６０６と、第１のパッド６０８と、ビア構造のセット６１０とを含む。第１の誘
電体層６０４は、封止層６０２の第１の表面（たとえば、上面）に結合される。基板６０
６は、封止層６０２の第２の表面（たとえば、底面）に結合される。いくつかの実装形態
では、基板６０６と封止層６０２の第２の表面との間に第２の誘電体層（たとえば、封止
層３０４）を位置させてもよい。
【００７６】
　ビア構造のセット６１０は、封止層６０２を横切る。いくつかの実装形態では、ビア構
造のセット６１０は少なくとも第１のパッド６０８に結合される。ビア構造６１０のうち
の１つは、少なくともバリア層６１２と封止貫通ビア（ＴＥＶ）６１４とを含む。バリア
層６１２およびＴＥＶ　６１４は封止層６０２内に配置される。いくつかの実装形態では
、バリア層６１２はパッド６０８に結合される（たとえば、直接接触する）。ＴＥＶ　６
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１４は、封止層６０２を横切る金属層（たとえば、銅）である。いくつかの実装形態では
、ＴＥＶ　６１４はシード層を含む。そのような場合、ＴＥＶ　６１４は金属層（たとえ
ば、銅層）とシード層とを含む。いくつかの実装形態では、シード層は、ＴＥＶ　６１４
の金属層とバリア層６１２との間に位置する。ＴＥＶ　６１４は、第１の側面（たとえば
、下側面）と、第２の側面（たとえば、上側面）と、第３の側面（たとえば、垂直側面）
とを有する。いくつかの実装形態では、ＴＥＶ　６１４の第３の側面はＴＥＶ　６１４の
壁であってもよい。いくつかの実装形態では、ＴＥＶ　６１４の垂直側面は、封止層６０
２の上面および／または底面に垂直である。
【００７７】
　バリア層６１２はＴＥＶ　６１４に結合される。特に、ＴＥＶ　６１４は封止層６０２
内でバリア層６１２に囲まれる。バリア層６１２は、ＴＥＶ　６１４の第１の側面および
ＴＥＶ　６１４の垂直側面に結合される。したがって、図６に示すように、いくつかの実
装形態では、ＴＥＶ　６１４が封止層６０２に直接接触することはない（たとえば、直接
的な接点を有さない）。
【００７８】
封止層を横切るサイドバリア層を有するビアを含む集積デバイスを提供／製作する例示的
なシーケンス
　いくつかの実装形態では、集積デバイスはインターポーザを含んでもよい。いくつかの
実装形態では、ビア構造を含む集積デバイス（たとえば、集積パッケージ）を提供するこ
とは、いくつかのプロセスを含む。図７（図７Ａ～図７Ｃを含む）は、集積デバイスを提
供するための例示的なシーケンスを示す。いくつかの実装形態では、図７Ａ～図７Ｃのシ
ーケンスは、図３、図４、および／または図６の集積デバイス、ならびに／あるいは本開
示において説明する他の集積デバイスを提供する／製造するために使用されてもよい。
【００７９】
　図７Ａ～図７Ｃのシーケンスが、集積デバイスを提供するためのシーケンスを簡略化し
ならびに／あるいは明確化するために１つまたは複数の段階を組み合わせてもよいことに
さらに留意されたい。
【００８０】
　いくつかの実装形態では、図７Ａ～図７Ｃのプロセスは、高密度配線を有する集積デバ
イス（たとえば、インターポーザ）を提供する新規のプロセスを示す。
【００８１】
　図７Ａの段階１において示すように、キャリア７０２を設ける（たとえば、製作する）
。いくつかの実装形態では、キャリア７０２は、少なくとも基板および／またはウエハの
一方である。各実装形態では、キャリア用にそれぞれに異なる様々な材料を使用してもよ
い（たとえば、シリコン基板、ガラス基板、セラミック基板、有機基板）。キャリア７０
２は、パッドのセット７０５を含む。いくつかの実装形態では、キャリア７０２は他の配
線（たとえば、トレース）を含んでもよい。パッドのセット７０５は、キャリア７０２の
第１の表面（たとえば、上面）に埋め込まれる。いくつかの実装形態では、パッドのセッ
ト７０５はキャリア７０２の第１の表面（たとえば、上面）上に配置される。いくつかの
実装形態では、基板７０４の第１の表面上に誘電体層７０３が結合される（たとえば、形
成される）。いくつかの実装形態では、誘電体層は、絶縁層３０４と同様でありならびに
／あるいは同じである。
【００８２】
　段階２において、キャリア７０２上および／またはキャリア７０２上の誘電体層７０３
上に封止層７２０を設ける（たとえば、形成する）。いくつかの実装形態では、封止層７
２０はパッド７０５を封止する。いくつかの実装形態では、封止層７２０はキャリア７０
２に直接結合されてもよい。各実装形態は、封止層７２０用にそれぞれに異なる材料を使
用してもよい。いくつかの実装形態では、封止層７２０は充填材ム層である。いくつかの
実装形態では、封止層７２０は、光パターニング可能特性を有する材料で作られる。いく
つかの実装形態では、封止層７２０は、フォトエッチングプロセスによって除去する（た
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とえば、エッチングする）ことができる材料で作られる。
【００８３】
　段階３において、封止層７２０内に少なくとも１つのキャビティ７２５を形成する。い
くつかの実装形態では、キャビティ７２５はパッド（たとえば、パッド７０５）の上方に
形成される（たとえば、作製される）。いくつかの実装形態では、キャビティ７２５は、
フォトエッチングプロセス（たとえば、フォトリソグラフィプロセス）を使用することに
よって形成される。
【００８４】
　段階４において、バリア層７３０を設ける（たとえば、形成する、堆積させる）。いく
つかの実装形態では、バリア層７３０を形成するためにめっきプロセスが使用される。バ
リア層７３０は、キャビティ７２５の内壁、パッド７０５の少なくとも一部、および／ま
たは封止層７２０の第１の表面を覆ってもよい。各実装形態は、バリア層７３０用にそれ
ぞれに異なる材料を使用してもよい。各実装形態は、バリア層７３０用にそれぞれに異な
る材料を使用してもよい。いくつかの実装形態では、バリア層７３０は、少なくともチタ
ン（Ｔｉ）、（ＴｉＮ）、アルミニウム銅（ＡｌＣｕ）、チタン銅合金（ＴｉＣｕ）、お
よび／またはチタンタングステン銅合金（ＴｉＷＣｕ）のうちの１つである。
【００８５】
　バリア層７３０上にシード層７３２も設ける（たとえば、形成する、堆積させる）。い
くつかの実装形態では、バリア層７３０上にシード層７３２を形成するためにめっきプロ
セスが使用される。各実装形態は、シード層７３２用にそれぞれに異なる材料を使用して
もよい。いくつかの実装形態では、シード層７３２は金属層である。
【００８６】
　段階５において、シード層７３２上にフォトレジスト層７３４を設ける（たとえば、形
成する、堆積させる）。いくつかの実装形態では、フォトレジスト層７３４を設けること
は、フォトレジスト層７３４を設けることと、フォトレジスト層７３４のいくつかの部分
を選択的に除去することとを含む。
【００８７】
　段階６において、シード層７３２上に金属層７３６を設ける（たとえば、形成する、堆
積させる）。いくつかの実装形態では、金属層７３６は、フォトレジスト層７３４によっ
て覆われていないシード層７３２上に設けられる。いくつかの実装形態では、シード層７
３２上に金属層７３６を設けるためにリソグラフィおよびめっきプロセスが使用される。
いくつかの実装形態では、金属層７３６とシード層７３２は同じ材料である。したがって
、いくつかの実装形態では、金属層７３６はシード層７３２を含んでもよい。
【００８８】
　段階７において、フォトレジスト層７３４、シード層７３２、およびバリア層７３０を
選択的に除去する（たとえば、エッチングする）。いくつかの実装形態では、フォトレジ
スト層７３４、シード層７３２、およびバリア層７３０を同時に除去するか、あるいはフ
ォトレジスト層７３４、シード層７３２、およびバリア層７３０を順次除去する。段階７
に示すように、フォトレジスト層７３４、シード層７３２、およびバリア層７３０を選択
的に除去した後にビア構造７３８を製作する。いくつかの実装形態では、ビア構造７３８
は、図３～図４に記載されたビア構造のうちの１つである。
【００８９】
　段階８において、場合によっては、封止層７２０の第２の表面上に誘電体層７４０を設
ける（たとえば、形成する）。いくつかの実装形態では、誘電体層７４０の表面をビア構
造７３８の表面と揃える。いくつかの実装形態では、誘電体層７４０はビア構造７３８を
覆ってもよく、ビア構造７３８の一部の上方にキャビティを形成してもよい。
【００９０】
　段階８において、キャリア７０２の少なくとも一部を除去する（たとえば、研磨する、
研削する、エッチングする）。いくつかの実装形態では、キャリア７０２は、キャリア７
０２の表面がパッド７０５の表面と揃えられるまで除去される。いくつかの実装形態では
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、段階９の後、封止層と、サイドバリア層を含むビア構造とを含む集積デバイス７６０を
製作する。
【００９１】
封止層を横切るサイドバリア層と充填材とを有するビアを含む例示的な集積デバイス
　図８は、集積デバイス（たとえば、集積パッケージデバイス、パッケージオンパッケー
ジ（ＰｏＰ）デバイス、インターポーザ）に実装されてもよい封止貫通ビア（ＴＥＶ）の
セットの一例を示す。
【００９２】
　詳細には、図８は、基板８０２と、絶縁層８０４と、封止層８０６と、誘電体層８０８
とを示す。図８はまた、第１のパッド８１０と、第１のバリア層８１２と、封止貫通ビア
（ＴＥＶ）８１４と、充填材８１６と、キャビティ８１７とを示す。第１のパッド８１０
は、基板８０２内に配置される。各実装形態は、基板８０２用のそれぞれに異なる材料を
使用してもよい（たとえば、シリコン、ガラス、セラミック、有機物）。いくつかの実装
形態では、基板８０２はウエハレベル基板である。
【００９３】
　第１のパッド８１０は、金属材料（たとえば、アルミニウム）である。絶縁層８０４は
、基板８０２の第１の表面（たとえば、上面）に結合される。いくつかの実装形態では、
絶縁層８０４はパッシベーション層である。いくつかの実装形態では、絶縁層３０４は誘
電体である。いくつかの実装形態では、絶縁層８０４は第１のパッド８１０を少なくとも
部分的に覆う。各実装形態は、絶縁層８０４用にそれぞれに異なる材料を使用してもよい
（たとえば、それぞれに異なる誘電材料）。いくつかの実装形態では、絶縁層８０４は窒
化ケイ素（ＳｉＮ）層である。
【００９４】
　いくつかの実装形態では、封止層８０６は絶縁層８０４に結合される。たとえば、封止
層８０６の第１の表面（たとえば、底面）は、絶縁層８０４の第２の表面（たとえば、上
面）に結合される。各実装形態は、封止層８０６用にそれぞれに異なる材料を使用しても
よい。いくつかの実装形態では、封止層８０６は充填材ム層である。いくつかの実装形態
では、封止層８０６は、光パターニング可能特性を有する材料で作られる。いくつかの実
装形態では、封止層８０６は、フォトエッチングプロセスによって除去する（たとえば、
エッチングする）ことができる材料で作られる。いくつかの実装形態では、封止層８０６
にフォトエッチングプロセスを施すと、ＴＥＶを形成するプロセスにおいて封止層８０６
にキャビティを形成する（たとえば、作製する）際にパッケージの他の構成要素が損傷を
受けないようになる。たとえば、いくつかの実装形態では、光パターニング可能な封止層
８０６に対してフォトエッチングプロセスを使用すると、レーザを使用して封止層８０６
にキャビティを作製する場合にあり得るパッド８１０の損傷が回避される。たとえば、レ
ーザプロセスを使用してパッド（たとえば、パッド８１０）の上方の封止層にキャビティ
を作製すると、レーザがパッド（たとえば、パッド８１０）を損傷しならびに／あるいは
破壊し、それによってＴＥＶが基板の配線に適切に結合されるのを妨げる。
【００９５】
　第１のバリア層８１２、ＴＥＶ　８１４、および充填材８１６は封止層８０６内に配置
される。ＴＥＶ　８１４は、封止層８０６を横切る金属層（たとえば、銅）である。いく
つかの実装形態では、ＴＥＶ　８１４はシード層を含む。そのような場合、ＴＥＶ　８１
４は金属層（たとえば、銅層）とシード層とを含む。いくつかの実装形態では、シード層
は、ＴＥＶ　８１４の金属層とバリア層８１２との間に位置する。ＴＥＶ　８１４は、第
１の側面（たとえば、下側面）と、第２の側面（たとえば、上側面）と、第３の側面（た
とえば、垂直側面）とを有する。いくつかの実装形態では、ＴＥＶ　８１４の第３の側面
はＴＥＶ　８１４の壁であってもよい。いくつかの実装形態では、ＴＥＶ　８１４は非水
平側面を有してもよい。たとえば、ＴＥＶ　８１４は、非垂直側面または非水平側面（た
とえば、対角側面）を有してもよい。各実装形態では、充填材８１６にそれぞれに異なる
材料を使用してもよい。たとえば、充填材８１６はポリマー充填材を含んでもよい。いく
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つかの実装形態では、充填材８１６はビア構造の構造安定性を実現する。
【００９６】
　図８は、ＴＥＶ　８１４がバリア層８１２の形状に整合することを示す。この例では、
バリア層８１２はＵ字形断面を有する。この例では、ＴＥＶ　８１４はＵ字形断面を有す
る。図８は、充填材８１６がＴＥＶ　８１４に結合されることも示す。特に、充填材８１
６はＴＥＶ　８１４に囲まれる。第１のバリア層８１２はＴＥＶ　８１４に結合される。
特に、ＴＥＶ　８１４は封止層８０６内で第１のバリア層８１２に囲まれる。第１のバリ
ア層８１２は、ＴＥＶ　８１４の第１の側面およびＴＥＶ　８１４の第３の側面（たとえ
ば、垂直側面）に結合される。したがって、図８に示すように、いくつかの実装形態では
、ＴＥＶ　８１４が封止層８０６に直接接触することはない（たとえば、直接的な接点を
有さない）。各実装形態は、第１のバリア層８１２用にそれぞれに異なる材料を使用して
もよい。いくつかの実装形態では、第１のバリア層８１２は、少なくともチタン（Ｔｉ）
、ＴｉＮ、および／またはＴｉＷのうちの１つである。しかし、第１のバリア層８１２は
、他の材料であってもよく、列挙された材料に限定されない。
【００９７】
　第１のバリア層８１２は、第１のパッド８１０に結合される。いくつかの実装形態では
、第１のバリア層８１２は絶縁層８０４に少なくとも部分的に囲まれる。
【００９８】
　誘電体層８０８は封止層８０６に結合される。いくつかの実装形態では、誘電体層８０
８の第１の表面（たとえば、底面）は、封止層８０６の第２の表面（たとえば、上面）に
結合される。いくつかの実装形態では、誘電体層８０８は、誘電体層８０８を開放し、Ｔ
ＥＶ　８１４の上面の一部を露出させるキャビティ８１７を含んでもよい。図８に示すよ
うに、キャビティ８１７はＴＥＶ　８１４のウィング部（たとえば、水平部分）を露出さ
せる。
【００９９】
　図８に示すように、ＴＥＶ　８１４は、ＴＥＶがビアとパッドの両方であるように構成
される。いくつかの実装形態では、ビアとパッドの組合せをビア構造と呼ぶことがある。
いくつかの実装形態では、ビア構造はＴＥＶ　８１４と第１のバリア層８１２とを含む。
【０１００】
　図８に示すように第１のバリア層８１２とＴＥＶ　８１４とを含むビア構造が、様々な
集積デバイスに実装されてもよい。いくつかの実装形態では、ビア構造は、集積パッケー
ジデバイス（たとえば、パッケージオンパッケージ（ＰｏＰ）デバイス）に実装されても
よい。
【０１０１】
　図８は、第１のパッド８１０が基板８０２に埋め込まれることを示す。しかし、いくつ
かの実装形態では、第１のパッド８１０は、基板８０２の表面上に配置される。
【０１０２】
　図９は、ビア構造９０１のセットを含む集積パッケージデバイス９００を示す。いくつ
かの実装形態では、ビア構造９０１は、図８に示すビア構造および／または本開示におい
て説明し図示する任意の新規のビア構造であってもよい。
【０１０３】
　図９に示すように、集積パッケージデバイス９００は、基板９０２と、第１のダイ９０
４と、第２のダイ９０６と、誘電体層９０９と、配線の第１のセット９１４と、配線の第
２のセット９１６と、封止層９１８と、第１の誘電体層９２０と、第２の誘電体層９２２
と、基板貫通ビア（ＴＳＶ）のセット９２４と、配線の第３のセット９２６と、はんだボ
ールのセット９２８と、第１のパッド９３０とを含む。いくつかの実装形態では、基板９
０２は、図を明確にするために示されていない配線（たとえば、トレース、ビア）のセッ
トを含んでもよい。配線のセットは、１つまたは複数のパッド（たとえば、パッド９３０
）および／または配線の第３のセット９２６に結合されてもよい。
【０１０４】
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　第１のダイ９０４は、配線の第１のセット９１４（たとえば、第１のピラー、第１のは
んだ）を通して基板９０２に結合される。第２のダイ９０６は、配線の第２のセット９１
６（たとえば、第２のピラー、第２のはんだ）を通して基板９０２に結合される。封止層
９１８は、第１のダイ９０４および第２のダイ９０６を覆う。
【０１０５】
　ビア構造９０１のセットは、封止層９１８を横切り、基板９０２に結合される。いくつ
かの実装形態では、ビア構造のセット９０１は少なくとも第１のパッド９３０に結合され
る。いくつかの実装形態では、第１のパッド９３０は、ＴＳＶのセット９２４のうちの少
なくとも１つのＴＳＶに結合される。ＴＳＶのセット９２４のＴＳＶのうちの少なくとも
１つのＴＳＶが、配線９２６の第３のセットに結合されてもよい。配線の第３のセット９
２６のうちの少なくとも１つの配線が、はんだボールのセット９２８のうちのはんだボー
ルに結合されてもよい。
【０１０６】
　いくつかの実装形態では、基板９０２の第１の表面上に誘電体層９０９が結合される（
たとえば、形成される）。いくつかの実施態様では、誘電体層９０９は、絶縁層８０４と
同様でありならびに／あるいは同じである。いくつかの実装形態では、封止層９１８は誘
電体層９０９に結合される。
【０１０７】
　ビア構造９０１のうちの１つは、少なくとも第１のバリア層９０３（たとえば、第１の
バリア層８１２）と、封止貫通ビア（ＴＥＶ）９０５（たとえば、ＴＥＶ　８１４）と、
充填材９０７とを含む。第１のバリア層９０３、ＴＥＶ　９０５、および充填材９０７は
、封止層９１８内に配置される。ＴＥＶ　９０５は、封止層９１８を横切る金属層（たと
えば、銅）である。いくつかの実装形態では、ＴＥＶ　９０５はシード層を含む。そのよ
うな場合、ＴＥＶ　９０５は金属層（たとえば、銅層）とシード層とを含む。いくつかの
実装形態では、シード層は、ＴＥＶ　９０５の金属層とバリア層９０３との間に位置する
。ＴＥＶ　９０５は、第１の側面（たとえば、下側面）と、第２の側面（たとえば、上側
面）と、第３の側面（たとえば、垂直側面）とを有する。いくつかの実装形態では、ＴＥ
Ｖ　９０５の第３の側面はＴＥＶ　９０５の壁であってもよい。いくつかの実装形態では
、ＴＥＶ　９０５の垂直側面は、封止層９１８の上面および／または底面に垂直である。
各実装形態では、充填材９０７にそれぞれに異なる材料を使用してもよい。たとえば、充
填材９０７はポリマー充填材を含んでもよい。いくつかの実装形態では、充填材９０７は
ビア構造９０１の構造安定性を実現する。
【０１０８】
　第１のバリア層９０３は、ＴＥＶ　９０５に結合される。特に、ＴＥＶ　９０５は封止
層９１８内で第１のバリア層９０３に囲まれる。第１のバリア層９０３は、ＴＥＶ　９０
５の第１の側面およびＴＥＶ　９０５の第３の側面（たとえば、垂直側面）に結合される
。したがって、図９に示すように、いくつかの実装形態では、ＴＥＶ　９０５が封止層９
１８に直接接触することはない（たとえば、直接的な接点を有さない）。いくつかの実装
形態では、ＴＥＶ　９０５は、第１のバリア層９０３の形状に整合する。充填材９０７は
ＴＥＶ　９０５に囲まれる。
【０１０９】
　図９は、第１のパッド９３０が基板９０２に埋め込まれることを示す。しかし、いくつ
かの実装形態では、第１のパッド９３０は、基板９０２の表面上に配置される。図を明確
にするために図９には示されていないが、第１のパッド９３０は基板９０２内の配線（た
とえば、ビア、トレース）に結合される。
【０１１０】
　いくつかの実装形態では、集積デバイス９００は、パッケージオンパッケージ（ＰｏＰ
）集積デバイスにおけるパッケージ（たとえば、集積デバイス）である。したがって、い
くつかの実装形態では、別の集積デバイス（たとえば、別のパッケージ）が集積デバイス
９００に結合されてもよい。たとえば、基板と配線（たとえば、はんだボール）とを備え
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る別の集積デバイスが集積デバイス９００の上部に結合されてもよい。そのような場合、
配線（たとえば、はんだボール）は、集積デバイス９００のビア構造９０１に結合されて
もよい。
【０１１１】
封止層を横切るサイドバリア層と充填材とを有するビアを含む集積デバイスを提供／製作
する例示的なシーケンス
　いくつかの実装形態では、ビア構造を含む集積デバイス（たとえば、集積パッケージ）
を提供することは、いくつかのプロセスを含む。図１０（図１０Ａ～図１０Ｃを含む）は
、集積デバイスを提供するための例示的なシーケンスを示す。いくつかの実装形態では、
図１０Ａ～図１０Ｃのシーケンスは、図８および／または図９の集積デバイス、ならびに
／あるいは本開示で説明する他の集積デバイスを提供する／製造するために使用され得る
。
【０１１２】
　図１０Ａ～図１０Ｃのシーケンスが、回路要素も含む集積デバイスを設ける／製造する
ために使用され得ることにも留意されたい。図１０Ａ～図１０Ｃのシーケンスが、集積デ
バイスを提供するためのシーケンスを簡略化しならびに／あるいは明確化するために１つ
または複数の段階を組み合わせてもよいことにさらに留意されたい。
【０１１３】
　いくつかの実装形態では、図１０Ａ～図１０Ｃのプロセスは、高密度配線を有する集積
デバイスを提供する新規のプロセスを示す。
【０１１４】
　図１０Ａの段階１において示すように、基板１００２を設ける（たとえば、製作する）
。いくつかの実装形態では、基板１００２はウエハである。各実装形態では、基板用にそ
れぞれに異なる様々な材料を使用してもよい（たとえば、シリコン基板、ガラス基板、セ
ラミック基板、有機基板）。基板１００２は、基板貫通ビア（ＴＳＶ）のセット１００４
とパッドのセット１００５とを含む。いくつかの実装形態では、基板１００２は他の配線
（たとえば、トレース）を含んでもよい。パッドのセット１００５は、基板１００２の第
１の表面（たとえば、上面）に埋め込まれる。いくつかの実装形態では、パッドのセット
１００５は基板１００２の第１の表面（たとえば、上面）上に配置される。いくつかの実
装形態では、基板１００２の第１の表面上に誘電体層１００３が結合される（たとえば、
形成される）。いくつかの実装形態では、誘電体層１００３は、絶縁層３０４と同様であ
りならびに／あるいは同じである。誘電体層１００３は、１つまたは複数のパッド１００
５および／またはＴＳＶの１つまたは複数のセット１００４の上方に１つまたは複数の開
口部および／またはキャビティを含んでもよい。いくつかの実装形態では、基板１００２
は、図を明確にするために示されていない配線（たとえば、トレース、ビア）のセットを
含んでもよい。配線のセットは、１つまたは複数のパッド（たとえば、パッド１００５）
に結合されてもよい。
【０１１５】
　段階２において、基板１００２に第１のダイ１００６および第２のダイ１００８を結合
する。第１のダイ１００６を配線の第１のセット１０１６（たとえば、第１のピラー、第
１のはんだ）を通して基板１００２に結合する。いくつかの実装形態では、配線の第１の
セットのうちの少なくとも１つの配線がＴＳＶのセット１００４のうちの少なくとも１つ
のＴＳＶに電気的に結合される。第２のダイ１００８は、配線の第２のセット１０１８（
たとえば、第１のピラー、第１のはんだ）を通して基板１００２に結合される。いくつか
の実装形態では、配線の第２のセット１０１８のうちの少なくとも１つの配線をＴＳＶの
セット１００４のうちの少なくとも１つのＴＳＶに電気的に結合する。
【０１１６】
　段階３において、基板１００２上および／または基板１００２上の誘電体層１００３上
に封止層１０２０を設ける（たとえば、形成する）。封止層１０２０は、第１のダイ１０
０６および第２のダイ１００８を封止する。いくつかの実装形態では、封止層１０２０は
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基板１００２に直接結合されてもよい。各実装形態は、封止層１０２０用にそれぞれに異
なる材料を使用してもよい。いくつかの実装形態では、封止層１０２０は充填材ム層であ
る。いくつかの実装形態では、封止層１０２０は、光パターニング可能特性を有する材料
で作られる。
【０１１７】
　段階４において、封止層１０２０内に少なくとも１つのキャビティ１０２５を形成する
。いくつかの実装形態では、キャビティ１０２５はパッド（たとえば、パッド１００５）
の上方に形成される（たとえば、作製される）。いくつかの実装形態では、キャビティ１
０２５は、フォトエッチングプロセス（たとえば、フォトリソグラフィプロセス）を使用
することによって形成される。
【０１１８】
　段階５において、バリア層１０３０を設ける（たとえば、形成する、堆積させる）。い
くつかの実装形態では、バリア層１０３０を形成するためにめっきプロセスが使用される
。バリア層１０３０は、キャビティ１０２５の内壁、パッド１００５の少なくとも一部、
および／または封止層１０２０の第１の表面を覆ってもよい。各実装形態は、バリア層１
０３０用にそれぞれに異なる材料を使用してもよい。いくつかの実装形態では、バリア層
１０３０は、少なくともチタン（Ｔｉ）、（ＴｉＮ）、アルミニウム銅（ＡｌＣｕ）、チ
タン銅合金（ＴｉＣｕ）、および／またはチタンタングステン銅合金（ＴｉＷＣｕ）のう
ちの１つである。しかしながら、各実装形態は、それぞれに異なる材料を使用してもよい
。したがって、バリア層１０３０用の材料を上記に記載した材料に限定すべきではない。
【０１１９】
　バリア層１０３０上にシード層１０３２も設ける（たとえば、形成する、堆積させる）
。いくつかの実装形態では、バリア層１０３０上にシード層１０３２を形成するためにめ
っきプロセスが使用される。各実装形態は、シード層１０３２用にそれぞれに異なる材料
を使用してもよい。いくつかの実装形態では、シード層１０３２は金属層である。
【０１２０】
　段階６において、シード層１０３２上にフォトレジスト層１０３４を設ける（たとえば
、形成する、堆積させる）。いくつかの実装形態では、フォトレジスト層１０３４を設け
ることは、フォトレジスト層１０３４を設けることと、フォトレジスト層１０３４のいく
つかの部分を選択的に除去することとを含む。
【０１２１】
　段階７において、シード層１０３２上に金属層１０３６を設ける（たとえば、形成する
、堆積させる）。いくつかの実装形態では、金属層１０３６は、フォトレジスト層１０３
４によって覆われていないシード層１０３２上に設けられる。いくつかの実装形態では、
シード層１０３２上に金属層１０３６を設けるためにリソグラフィおよびめっきプロセス
が使用される。いくつかの実装形態では、金属層１０３６とシード層１０３２は同じ材料
である。したがって、いくつかの実装形態では、金属層１０３６はシード層１０３２を含
んでもよい。段階７に示すように、金属層１０３６は、バリア層１０３０に整合する（た
とえば、バリア層１０３０の輪郭を形成する）ようにシード層１０３２上に設けられる。
段階７は、金属層１０３６がキャビティ１０２５を完全には充填せず、キャビティ１０３
７を残すことも示す。
【０１２２】
　段階８において、キャビティ１０３７内に充填材１０３９を設ける。各実装形態では、
充填材１０３９用にそれぞれに異なる材料を使用してもよい。たとえば、充填材１０３９
はポリマー充填材を含んでもよい。いくつかの実装形態では、充填材１０３９はビア構造
の構造安定性を実現するように構成される。
【０１２３】
　段階９において、フォトレジスト層１０３４、シード層１０３２、およびバリア層１０
３０を選択的に除去する（たとえば、エッチングする）。いくつかの実装形態では、フォ
トレジスト層１０３４、シード層１０３２、およびバリア層１０３０を同時に除去する。
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いくつかの実装形態では、フォトレジスト層１０３４、シード層１０３２、およびバリア
層１０３０を順次除去する。段階９に示すように、フォトレジスト層１０３４、シード層
１０３２、およびバリア層１０３０を選択的に除去した後にビア構造１０３８を製作する
。いくつかの実装形態では、ビア構造１０３８は、図８および図９に記載されたビア構造
のうちの１つである。
【０１２４】
　段階１０において、場合によっては、封止層１０２０の第２の表面上に誘電体層１０４
０を設ける（たとえば、形成する）。いくつかの実装形態では、誘電体層１０４０の表面
をビア構造１０３８の表面と揃える。いくつかの実装形態では、誘電体層１０４０はビア
構造１０３８を覆ってもよく、ビア構造１０３８の一部の上方にキャビティを形成しても
よい。
【０１２５】
　段階１１において、場合によっては、基板１００２の第２の表面（たとえば、底面）上
に別の誘電体層１０５０を設ける（たとえば、形成する）。さらに、誘電体層１０５０上
／内に配線のセット１０５２も設ける。いくつかの実装形態では、配線のセット１０５２
は、再分配層および／またはアンダーバンプメタライゼーション（ＵＢＭ）層の少なくと
も一方を含む。いくつかの実装形態では、配線のセット１０５２のうちの少なくとも１つ
の配線をＴＳＶのセット１００４のうちの少なくとも１つのＴＳＶに電気的に結合する。
【０１２６】
　段階１２において、配線のセット１０５２にはんだボールのセット１０５４を結合する
。いくつかの実装形態では、段階１０の後、封止層と、サイドバリア層を含むビア構造と
を含む集積デバイス１０６０を製作する。
【０１２７】
封止層を横切るサイドバリア層と充填材とを有するビアを含む例示的な集積デバイス
　図１１は、ビア構造のセット１１１０を含む集積パッケージデバイスを示す。詳細には
、図１１は、ビア構造のセット１１１０を含むインターポーザ１１００の一例を示す。い
くつかの実装形態では、ビア構造１１１０は、図８に示すビア構造および／または本開示
において説明し図示する任意の新規のビア構造であってもよい。
【０１２８】
　図１１に示すように、インターポーザ１１００は、封止層１１０２と、第１の誘電体層
１１０４と、基板１１０６と、第１のパッド１１０８と、ビア構造のセット１１１０とを
含む。第１の誘電体層１１０４は、封止層１１０２の第１の表面（たとえば、上面）に結
合される。基板１１０６は、封止層１１０２の第２の表面（たとえば、底面）に結合され
る。いくつかの実装形態では、基板１１０６と封止層１１０２の第２の表面との間に第２
の誘電体層（たとえば、封止層３０４）を位置させてもよい。
【０１２９】
　ビア構造のセット１１１０は、封止層１１０２を横切る。いくつかの実装形態では、ビ
ア構造のセット１１１０は少なくとも第１のパッド１１０８に結合される。ビア構造１１
１０のうちの１つは、少なくともバリア層１１１２と、封止貫通ビア（ＴＥＶ）１１１４
と、充填材１１１６とを含む。バリア層１１１２、ＴＥＶ　１１１４、および充填材１１
１６は、封止層１１０２内に配置される。いくつかの実装形態では、バリア層１１１２は
パッド１１０８に結合される（たとえば、直接接触する）。ＴＥＶ　１１１４は、封止層
１１０２を横切る金属層（たとえば、銅）である。いくつかの実装形態では、ＴＥＶ　１
１１４はシード層を含む。そのような場合、ＴＥＶ　１１１４は金属層（たとえば、銅層
）とシード層とを含む。いくつかの実装形態では、シード層は、ＴＥＶ　１１１４の金属
層とバリア層１１１２との間に位置する。ＴＥＶ　１１１４は、第１の側面（たとえば、
下側面）と、第２の側面（たとえば、上側面）と、第３の側面（たとえば、垂直側面）と
を有する。いくつかの実装形態では、ＴＥＶ　１１１４の第３の側面はＴＥＶ　１１１４
の壁であってもよい。いくつかの実装形態では、ＴＥＶ　１１１４は非水平側面を有して
もよい。たとえば、ＴＥＶ　１１１４は、非垂直側面または非水平側面（たとえば、対角
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側面）を有してもよい。各実装形態では、充填材１１１６にそれぞれに異なる材料を使用
してもよい。たとえば、充填材１１１６はポリマー充填材を含んでもよい。いくつかの実
装形態では、充填材１１１６はビア構造の構造安定性を実現する。
【０１３０】
　図１１は、ＴＥＶ　１１１４がバリア層１１１２の形状に整合することを示す。この例
では、バリア層１１１２はＵ字形断面を有する。同様に、ＴＥＶ　１１１４はＵ字形断面
を有する。図１１は、充填材１１１６がＴＥＶ　１１１４に結合されることも示す。特に
、充填材１１１６はＴＥＶ　１１１４に囲まれる。第１のバリア層１１１２は、ＴＥＶ　
１１１４に結合される。特に、ＴＥＶ　１１１４は封止層１１０２内で第１のバリア層１
１１２に囲まれる。第１のバリア層１１１２は、ＴＥＶ　１１１４の第１の側面およびＴ
ＥＶ　１１１４の第３の側面（たとえば、垂直側面）に結合される。したがって、図１１
に示すように、いくつかの実装形態では、ＴＥＶ　１１１４が封止層１１０２に直接接触
することはない（たとえば、直接的な接点を有さない）。各実装形態は、第１のバリア層
１１１２用にそれぞれに異なる材料を使用してもよい。いくつかの実装形態では、第１の
バリア層１１１２は、少なくともチタン（Ｔｉ）、ＴｉＮ、および／またはＴｉＷのうち
の１つである。しかし、第１のバリア層１１１２は、他の材料であってもよく、列挙され
た材料に限定されない。
【０１３１】
封止層を横切るサイドバリア層と充填材とを有するビアを含む集積デバイスを提供／製作
する例示的なシーケンス
　いくつかの実装形態では、集積デバイスはインターポーザを含んでもよい。いくつかの
実装形態では、ビア構造を含む集積デバイス（たとえば、集積パッケージ）を提供するこ
とは、いくつかのプロセスを含む。図１２（図１２Ａ～図１２Ｃを含む）は、集積デバイ
スを提供するための例示的なシーケンスを示す。いくつかの実装形態では、図１２Ａ～図
１２Ｃのシーケンスは、図８、図９、および／または図１１の集積デバイス、ならびに／
あるいは本開示において説明する他の集積デバイスを提供する／製造するために使用され
てもよい。
【０１３２】
　図１２Ａ～図１２Ｃのシーケンスが、集積デバイスを提供するためのシーケンスを簡略
化しならびに／あるいは明確化するために１つまたは複数の段階を組み合わせてもよいこ
とにさらに留意されたい。
【０１３３】
　いくつかの実装形態では、図１２Ａ～図１２Ｃのプロセスは、高密度配線を有する集積
デバイス（たとえば、インターポーザ）を提供する新規のプロセスを示す。
【０１３４】
　図１２Ａの段階１において示すように、キャリア１２０２を設ける（たとえば、製作す
る）。いくつかの実装形態では、キャリア１２０２は、少なくとも基板および／またはウ
エハの一方である。各実装形態では、キャリア用にそれぞれに異なる様々な材料を使用し
てもよい（たとえば、シリコン基板、ガラス基板、セラミック基板、有機基板）。キャリ
ア１２０２は、パッドのセット１２０５を含む。いくつかの実装形態では、キャリア１２
０２は他の配線（たとえば、トレース）を含んでもよい。パッドのセット１２０５はキャ
リア１２０２の第１の表面（たとえば、上面）に埋め込まれる。いくつかの実装形態では
、パッドのセット１２０５はキャリア１２０２の第１の表面（たとえば、上面）上に配置
される。いくつかの実装形態では、基板１２０４の第１の表面上に誘電体層１２０３が結
合される（たとえば、形成される）。いくつかの実装形態では、誘電体層は、絶縁層３０
４と同様でありならびに／あるいは同じである。
【０１３５】
　段階２において、キャリア１２０２上および／またはキャリア１２０２上の誘電体層１
２０３上に封止層１２２０を設ける（たとえば、形成する）。いくつかの実装形態では、
封止層１２２０はパッド１２０５を封止する。いくつかの実装形態では、封止層１２２０
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はキャリア１２０２に直接結合されてもよい。各実装形態は、封止層１２２０用にそれぞ
れに異なる材料を使用してもよい。いくつかの実装形態では、封止層１２２０は充填材ム
層である。いくつかの実装形態では、封止層１２２０は、光パターニング可能特性を有す
る材料で作られる。いくつかの実装形態では、封止層１２２０は、フォトエッチングプロ
セスによって除去する（たとえば、エッチングする）ことができる材料で作られる。
【０１３６】
　段階３において、封止層１２２０内に少なくとも１つのキャビティ１２２５を形成する
。いくつかの実装形態では、キャビティ１２２５はパッド（たとえば、パッド１２０５）
の上方に形成される（たとえば、作製される）。いくつかの実装形態では、キャビティ１
２２５は、フォトエッチングプロセス（たとえば、フォトリソグラフィプロセス）を使用
することによって形成される。
【０１３７】
　段階４において、バリア層１２３０を設ける（たとえば、形成する、堆積させる）。い
くつかの実装形態では、バリア層１２３０を形成するためにめっきプロセスが使用される
。バリア層１２３０は、キャビティ１２２５の内壁、パッド１２０５の少なくとも一部、
および／または封止層１２２０の第１の表面を覆ってもよい。各実装形態は、バリア層１
２３０用にそれぞれに異なる材料を使用してもよい。各実装形態は、バリア層１２３０用
にそれぞれに異なる材料を使用してもよい。いくつかの実装形態では、バリア層１２３０
は、少なくともチタン（Ｔｉ）、（ＴｉＮ）、アルミニウム銅（ＡｌＣｕ）、チタン銅合
金（ＴｉＣｕ）、および／またはチタンタングステン銅合金（ＴｉＷＣｕ）のうちの１つ
である。
【０１３８】
　バリア層１２３０上にシード層１２３２も設ける（たとえば、形成する、堆積させる）
。いくつかの実装形態では、バリア層１２３０上にシード層１２３２を形成するためにめ
っきプロセスが使用される。各実装形態は、シード層１２３２用にそれぞれに異なる材料
を使用してもよい。いくつかの実装形態では、シード層１２３２は金属層である。
【０１３９】
　段階５において、シード層１２３２上にフォトレジスト層１２３４を設ける（たとえば
、形成する、堆積させる）。いくつかの実装形態では、フォトレジスト層１２３４を設け
ることは、フォトレジスト層１２３４を設けることと、フォトレジスト層１２３４のいく
つかの部分を選択的に除去することとを含む。
【０１４０】
　段階６において、シード層１２３２上に金属層１２３６を設ける（たとえば、形成する
、堆積させる）。いくつかの実装形態では、金属層１２３６は、フォトレジスト層１２３
４によって覆われていないシード層１２３２上に設けられる。いくつかの実装形態では、
シード層１２３２上に金属層１２３６を設けるためにリソグラフィおよびめっきプロセス
が使用される。いくつかの実装形態では、金属層１２３６とシード層１２３２は同じ材料
である。したがって、いくつかの実装形態では、金属層１２３６はシード層１２３２を含
んでもよい。
【０１４１】
　段階６に示すように、金属層１２３６は、バリア層１２３０に整合する（たとえば、バ
リア層１２３０の輪郭を形成する）ようにシード層１２３２上に設けられる。段階６は、
金属層１２３６がキャビティ１２２５を完全には充填せず、キャビティ１２３７を残すこ
とも示す。
【０１４２】
　段階７において、キャビティ１２３７内に充填材１２３９を設ける。各実装形態では、
充填材１２３９用にそれぞれに異なる材料を使用してもよい。たとえば、充填材１２３９
はポリマー充填材を含んでもよい。いくつかの実装形態では、充填材１２３９はビア構造
の構造安定性を実現するように構成される。
【０１４３】
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　段階８において、フォトレジスト層１２３４、シード層１２３２、およびバリア層１２
３０を選択的に除去する（たとえば、エッチングする）。いくつかの実装形態では、フォ
トレジスト層１２３４、シード層１２３２、およびバリア層１２３０を同時に除去するか
、あるいはフォトレジスト層１２３４、シード層１２３２、およびバリア層１２３０を順
次除去する。段階１２に示すように、フォトレジスト層１２３４、シード層１２３２、お
よびバリア層１２３０を選択的に除去した後にビア構造１２３８を製作する。いくつかの
実装形態では、ビア構造１２３８は、図８および図９に記載されたビア構造のうちの１つ
である。
【０１４４】
　段階９において、場合によっては、封止層１２２０の第２の表面上に誘電体層１２４０
を設ける（たとえば、形成する）。いくつかの実装形態では、誘電体層１２４０の表面を
ビア構造１２３８の表面と揃える。いくつかの実装形態では、誘電体層１２４０はビア構
造１２３８を覆ってもよく、ビア構造１２３８の一部の上方にキャビティを形成してもよ
い。
【０１４５】
　段階１０において、キャリア１２０２の少なくとも一部を除去する（たとえば、研磨す
る、研削する、エッチングする）。いくつかの実装形態では、キャリア１２０２は、キャ
リア１２０２の表面がパッド１２０５の表面と揃えられるまで除去される。いくつかの実
装形態では、段階１０の後、封止層と、サイドバリア層を含むビア構造とを含む集積デバ
イス１２６０を製作する。
【０１４６】
封止層を横切るサイドバリア層を有するビアを含む集積デバイスを提供／製作する例示的
な方法
　いくつかの実装形態では、ビア構造を含む集積デバイス（たとえば、集積パッケージ）
を提供することは、いくつかのプロセスを含む。図１３は、集積デバイスを提供する方法
を示す。いくつかの実装形態では、図１３の方法は、図３、図４、図８、および／または
図９の集積デバイス、ならびに／あるいは本開示において説明する他の集積デバイスを提
供する／製造するために使用されてもよい。
【０１４７】
　図１３の方法が、回路要素も含む集積デバイスを提供する／製造するために使用されて
もよいことにも留意されたい。図１３の方法が、集積デバイスを提供するためのシーケン
スを簡略化しならびに／あるいは明確化するために１つまたは複数の段階を組み合わせて
もよいことにさらに留意されたい。
【０１４８】
　いくつかの実装形態では、図１３のプロセスは、高密度配線を有する集積デバイスを提
供する新規のプロセスを示す。
【０１４９】
　この方法では、（１３０５において）基板を設ける。いくつかの実装形態では、基板を
設けることは、基板（たとえば、基板５０２）を形成しならびに／あるいは製作すること
を含んでもよい。いくつかの実装形態では、基板はウエハである。各実装形態では、基板
用にそれぞれに異なる様々な材料を使用してもよい（たとえば、シリコン基板、ガラス基
板、セラミック基板、有機基板）。基板は、基板貫通ビア（ＴＳＶ）のセットとパッドの
セットとを含んでもよい。いくつかの実装形態では、基板は他の配線（たとえば、トレー
ス）を含んでもよい。いくつかの実装形態では、パッドのセットは基板の第１の表面（た
とえば、上面）上に配置される。いくつかの実装形態では、パッドのセットは、基板の第
１の表面に埋め込まれる。いくつかの実装形態では、基板は、基板の第１の表面上に結合
される（たとえば、形成される）誘電体層を含んでもよい。
【０１５０】
　その方法ではさらに、（１３１０において）基板に少なくとも１つのダイを設ける。い
くつかの実装形態では、少なくとも１つのダイを設けることは、第１のダイおよび第２の



(25) JP 2017-511971 A 2017.4.27

10

20

30

40

50

ダイを基板に結合することを含む。いくつかの実装形態では、第１のダイが配線の第１の
セット（たとえば、第１のピラー、第１のはんだ）を通して基板に結合される。
【０１５１】
　この方法では、（１３１５において）封止層も設ける。いくつかの実装形態では、封止
層を設けることは、基板上および／または基板上の誘電体層上に封止層を形成することを
含む。いくつかの実装形態では、封止層は第１のダイを封止する。各実装形態は、封止層
用にそれぞれに異なる材料を使用してもよい。いくつかの実装形態では、封止層は充填材
ム層である。いくつかの実装形態では、封止層は、光パターニング可能特性を有する材料
で作られる。
【０１５２】
　この方法では次に、（１３２０において）封止層にバリア層を含む少なくとも１つのビ
アを設ける。いくつかの実装形態では、バリア層を含む少なくとも１つのビアを設けるこ
とは、封止層内にキャビティを形成することと、キャビティ内に少なくとも１つの金属層
を設けることとを含む。いくつかの実装形態では、キャビティはパッドの上方に形成され
る（たとえば、作製される）。いくつかの実装形態では、キャビティは、フォトエッチン
グプロセス（たとえば、フォトリソグラフィプロセス）を使用することによって形成され
る。
【０１５３】
　いくつかの実装形態では、少なくとも１つの金属層を設けることは、キャビティ内にバ
リア層を設ける（たとえば、形成する）ことを含む。いくつかの実装形態では、バリア層
を形成するためにめっきプロセスが使用される。バリア層は、キャビティの内壁、パッド
の少なくとも一部、および／または封止層の第１の表面を覆ってもよい。各実装形態は、
バリア層用にそれぞれに異なる材料を使用してもよい。いくつかの実装形態では、バリア
層は、少なくともチタン（Ｔｉ）、（ＴｉＮ）、アルミニウム銅（ＡｌＣｕ）、チタン銅
合金（ＴｉＣｕ）、および／またはチタンタングステン銅合金（ＴｉＷＣｕ）のうちの１
つである。しかしながら、各実装形態は、それぞれに異なる材料を使用してもよい。した
がって、バリア層用の材料を上記に記載した材料に限定すべきではない。
【０１５４】
　いくつかの実装形態では、少なくとも１つの金属層を設けることは、バリア層上にシー
ド層を設ける（たとえば、形成する、堆積させる）ことをさらに含む。いくつかの実装形
態では、バリア層上にシード層を形成するためにめっきプロセスが使用される。各実装形
態は、シード層用にそれぞれに異なる材料を使用してもよい。
【０１５５】
　いくつかの実装形態では、バリア層を有するビアを設けることは、シード層上にフォト
レジスト層を設ける（たとえば、形成する、堆積させる）ことをさらに含む。いくつかの
実装形態では、フォトレジスト層を設けることは、フォトレジスト層５３４を設けること
と、フォトレジスト層のいくつかの部分を選択的に除去することとを含む。
【０１５６】
　この方法では次いで、シード層上に金属層を設ける。いくつかの実装形態では、金属層
は、フォトレジスト層によって覆われていないシード層上に設けられる。いくつかの実装
形態では、シード層上に金属層を設けるためにリソグラフィおよびめっきプロセスが使用
される。いくつかの実装形態では、金属層とシード層は同じ材料である。したがって、い
くつかの実装形態では、金属層はシード層を含んでもよい。
【０１５７】
　この方法では次いで、フォトレジスト層、シード層、およびバリア層を選択的に除去す
る（たとえば、エッチングする）。いくつかの実装形態では、フォトレジスト層、シード
層、およびバリア層を同時に除去する。いくつかの実装形態では、フォトレジスト層、シ
ード層、およびバリア層を順次除去する。
【０１５８】
　いくつかの実装形態では、場合によっては、封止層の第２の表面上に誘電体層を設けて
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もよい（たとえば、形成してもよい）。いくつかの実装形態では、場合によっては、基板
の第２の表面（たとえば、底面）上に別の誘電体層を設けてもよい（たとえば、形成して
もよい）。さらに、誘電体層上／内に配線のセットを設けてもよい。
【０１５９】
例示的な電子デバイス
　図１４は、上述の集積デバイス、半導体デバイス、集積回路、ダイ、インターポーザ、
またはパッケージのうちのいずれかと一体化される場合がある様々な電子デバイスを示す
。たとえば、モバイル電話１４０２、ラップトップコンピュータ１４０４、および固定位
置端末１４０６が、本明細書で説明する集積デバイス１４００を含んでもよい。集積デバ
イス１４００は、たとえば、本明細書で説明する集積回路、ダイ、インターポーザ、また
はパッケージのうちのいずれかであってもよい。図１４に示すデバイス１４０２、１４０
４、１４０６は例にすぎない。他の電子デバイスは、限定はされないが、モバイルデバイ
ス、ハンドヘルドパーソナル通信システム（ＰＣＳ，ｐｅｒｓｏｎａｌ　ｃｏｍｍｕｎｉ
ｃａｔｉｏｎ　ｓｙｓｔｅｍ）ユニット、携帯情報端末などのポータブルデータユニット
、ＧＰＳ対応デバイス、ナビゲーションデバイス、セットトップボックス、音楽プレーヤ
、ビデオプレーヤ、エンターテイメントユニット、メータ読取り機器などの固定位置デー
タユニット、通信デバイス、スマートフォン、タブレットコンピュータ、またはデータも
しくはコンピュータ命令を記憶し、もしくは取り出す任意の他のデバイス、またはそれら
の任意の組合せを含む、集積デバイス１４００を特徴としてもよい。
【０１６０】
　図３、図４、図５Ａ～図５Ｃ、図６、図７Ａ～図７Ｃ、図８、図９、図１０Ａ～図１０
Ｃ、図１１、図１２Ａ～図１２Ｃ、図１３、および／または図１４に示した構成要素、ス
テップ、特徴、および／または機能のうちの１つまたは複数は、単一の構成要素、ステッ
プ、特徴または機能に再構成され、かつ／または組み合わされ、あるいは、いくつかの構
成要素、ステップ、または機能で具現化され得る。追加の要素、構成要素、ステップ、お
よび／または機能を、本開示から逸脱せずに追加してもよい。本開示における図３、図４
、図５Ａ～図５Ｃ、図６、図７Ａ～図７Ｃ、図８、図９、図１０Ａ～図１０Ｃ、図１１、
図１２Ａ～図１２Ｃ、図１３、および／または図１４と、その対応する説明とは、ダイお
よび／またはＩＣに限定されないことにも留意されたい。いくつかの実装形態では、図３
、図４、図５Ａ～図５Ｃ、図６、図７Ａ～図７Ｃ、図８、図９、図１０Ａ～図１０Ｃ、図
１１、図１２Ａ～図１２Ｃ、図１３、および／または図１４と、その対応する説明とは、
集積デバイスを製造し、作製し、提供し、かつ／または生産するために使用され得る。い
くつかの実装形態では、集積デバイスは、ダイパッケージ、集積回路（ＩＣ，ｉｎｔｅｇ
ｒａｔｅｄ　ｃｉｒｃｕｉｔ）、ウエハ、半導体デバイス、および／またはインターポー
ザを含んでもよい。
【０１６１】
　「例示的」という言葉は、「例、事例、または例示として働く」ことを意味するように
本明細書において使用される。「例示的」として本明細書で説明した任意の実装形態また
は態様は、必ずしも本開示の他の態様よりも好ましいかまたは有利であると解釈されるべ
きではない。同様に、「態様」という用語は、本開示のすべての態様が記載の特徴、利点
、または動作モードを含むことを必要としない。「結合された」という用語は、本明細書
において、２つの物体間の直接的または間接的な結合を指すために使用される。たとえば
、物体Ａが物体Ｂに物理的に接触し、物体Ｂが物体Ｃに接触する場合、物体Ａと物体Ｃと
は、互いに物理的に直接接触していなくても、それでも互いに結合するものと見なされて
もよい。
【０１６２】
　また、実施形態については、フローチャート、流れ図、構造図、またはブロック図とし
て示されるプロセスとして説明する場合があることに留意されたい。フローチャートでは
動作を逐次プロセスとして説明する場合があるが、動作の多くは、並列に実行するかまた
は同時に実行することができる。さらに、動作の順序は入れ替えられてもよい。プロセス
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は、その動作が完了したとき、終了する。
【０１６３】
　本明細書で説明する本開示の様々な特徴は、本開示から逸脱することなく様々なシステ
ムにおいて実現されてもよい。本開示の前述の態様は、例にすぎず、本開示を限定するも
のとして解釈されるべきではないことに留意されたい。本開示の態様の説明は、例示であ
ることを意図しており、特許請求の範囲を限定することを意図していない。したがって、
本教示は、他のタイプの装置に容易に適用することができ、数多くの代替、修正、および
変形が、当業者には明らかになるであろう。
【符号の説明】
【０１６４】
　１０２　第１のパッケージ
　１０４　第２のパッケージ
　１０５　第２の基板
　１０６　第１の基板
　１０７　第２のダイ
　１０８　第１のダイ
　１０９　第３のダイ
　１１０　モールド
　１１５　はんだボールの第２のセット
　１１６　はんだボールの第１のセット
　１１７　ワイヤボンディングの第１のセット
　１１８　配線の第１のセット
　１１９　ワイヤボンディングの第２のセット
　１２６　はんだボールの第３のセット
　２００　集積デバイス
　３０２　基板
　３０４　絶縁層
　３０６　封止層
　３０８　誘電体層
　３１０　第１のパッド
　３１２　第１のバリア層
　３１４　封止貫通ビア（ＴＥＶ）
　３１５　キャビティ
　４００　集積パッケージデバイス
　４０１　ビア構造
　４０２　基板
　４０３　第１のバリア層
　４０４　第１のダイ
　４０５　封止貫通ビア（ＴＥＶ）
　４０６　第２のダイ
　４０９　誘電体層
　４１４　配線の第１のセット
　４１６　配線の第２のセット
　４１８　封止層
　４２０　第１の誘電体層
　４２２　第２の誘電体層
　４２６　配線の第３のセット
　４２８　はんだボールのセット
　４３０　第１のパッド
　５０２　基板
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　５０３　誘電体層
　５０４　基板貫通ビア（ＴＳＶ）のセット
　５０５　パッドのセット
　５０６　第１のダイ
　５０８　第２のダイ
　５１６　配線の第１のセット
　５１８　配線の第２のセット
　５２０　封止層
　５２５　キャビティ
　５３０　バリア層
　５３２　シード層
　５３４　フォトレジスト層
　５３６　金属層
　５３８　ビア構造
　５４０　誘電体層
　５５０　誘電体層
　５５２　配線のセット
　５５４　はんだボールのセット
　５６０　集積デバイス
　６００　インターポーザ
　６０２　封止層
　６０４　第１の誘電体層
　６０６　基板
　６０８　第１のパッド
　６１０　ビア構造のセット
　６１２　バリア層
　６１４　封止貫通ビア（ＴＥＶ）
　７０２　キャリア
　７０３　誘電体層
　７０４　基板
　７０５　パッドのセット
　７２０　封止層
　７２５　キャビティ
　７３０　バリア層
　７３２　シード層
　７３４　フォトレジスト層
　７３６　金属層
　７３８　ビア構造
　７４０　誘電体層
　７６０　集積デバイス
　８０２　基板
　８０４　絶縁層
　８０６　封止層
　８０８　誘電体層
　８１０　第１のパッド
　８１２　第１のバリア層
　８１４　封止貫通ビア（ＴＥＶ）
　８１６　充填材
　８１７　キャビティ
　９００　集積パッケージデバイス
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　９０１　ビア構造のセット
　９０２　基板
　９０３　第１のバリア層
　９０４　第１のダイ
　９０５　封止貫通ビア（ＴＥＶ）
　９０６　第２のダイ
　９０７　充填材
　９０９　誘電体層
　９１４　配線の第１のセット
　９１６　配線の第２のセット
　９１８　封止層
　９２０　第１の誘電体層
　９２２　第２の誘電体層
　９２４　基板貫通ビア（ＴＳＶ）のセット
　９２６　配線の第３のセット
　９２８　はんだボールのセット
　９３０　第１のパッド
　１００２　基板
　１００３　誘電体層
　１００４　基板貫通ビア（ＴＳＶ）のセット
　１００５　パッドのセット
　１００６　第１のダイ
　１００８　第２のダイ
　１０１６　配線の第１のセット
　１０１８　配線の第２のセット
　１０２０　封止層
　１０２５　キャビティ
　１０３０　バリア層
　１０３２　シード層
　１０３４　フォトレジスト層
　１０３６　金属層
　１０３７　キャビティ
　１０３８　ビア構造
　１０３９　充填材
　１０４０　誘電体層
　１０５０　誘電体層
　１０５２　配線のセット
　１０５４　はんだボールのセット
　１０６０　集積デバイス
　１１００　インターポーザ
　１１０２　封止層
　１１０４　第１の誘電体層
　１１０６　基板
　１１０８　第１のパッド
　１１１０　ビア構造のセット
　１１１２　第１のバリア層
　１１１４　封止貫通ビア（ＴＥＶ）
　１１１６　充填材
　１２０２　キャリア
　１２０３　誘電体層
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　１２０４　基板
　１２０５　パッドのセット
　１２２０　封止層
　１２２５　キャビティ
　１２３０　バリア層
　１２３２　シード層
　１２３４　フォトレジスト層
　１２３６　金属層
　１２３７　キャビティ
　１２３８　ビア構造
　１２３９　充填材
　１２４０　誘電体層
　１２６０　集積デバイス
　１４００　集積デバイス
　１４０２　モバイル電話
　１４０４　ラップトップコンピュータ
　１４０６　固定位置端末

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５Ｃ】 【図６】
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【図７Ａ】 【図７Ｂ】

【図７Ｃ】 【図８】

【図９】
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【図１０Ａ】 【図１０Ｂ】

【図１０Ｃ】 【図１１】
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【図１２Ａ】 【図１２Ｂ】

【図１２Ｃ】 【図１３】
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【図１４】

【手続補正書】
【提出日】平成28年8月16日(2016.8.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光パターニング可能特性を有する封止層と、
　前記封止層を横切るビア構造であって、
　　第１の側面と、第２の側面と、第３の側面とを備えるビアと、
　　前記ビアの少なくとも前記第１の側面と前記第３の側面を囲むバリア層とを備えるビ
ア構造と、
　前記ビア構造の前記バリア層に結合されたパッドを備える基板であって、前記パッドが
前記ビア構造の前記ビアとの直接的な接点を有さない、基板とを備えるデバイス。
【請求項２】
　前記封止層の第１の表面に結合された第１の誘電体層をさらに備える、請求項１に記載
のデバイス。
【請求項３】
　前記封止層の第２の表面に結合された第２の誘電体層をさらに備える、請求項２に記載
のデバイス。
【請求項４】
　前記バリア層は、チタン（Ｔｉ）、窒化チタン（ＴｉＮ）、および／またはチタンタン
グステン（ＴｉＷ）を含む、請求項１に記載のデバイス。
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【請求項５】
　前記基板に結合された第１のダイをさらに備え、前記封止層は、前記第１のダイを封止
する、請求項１に記載のデバイス。
【請求項６】
　前記ビア構造は充填材をさらに備え、前記充填材は非導電性充填材である、請求項１に
記載のデバイス。
【請求項７】
　前記ビアはシード層を備える、請求項１に記載のデバイス。
【請求項８】
　前記ビアは、パッドとして動作するように構成された部分を備える、請求項１に記載の
デバイス。
【請求項９】
　インターポーザ、パッケージデバイス、および／またはパッケージオンパッケージデバ
イスを備える、請求項１に記載のデバイス。
【請求項１０】
　音楽プレーヤ、ビデオプレーヤ、エンターテイメントユニット、ナビゲーションデバイ
ス、通信デバイス、モバイルデバイス、モバイルフォン、スマートフォン、携帯情報端末
、固定位置端末、タブレットコンピュータ、および／またはラップトップコンピュータに
組み込まれる、請求項１に記載のデバイス。
【請求項１１】
　光パターニング可能特性を有する封止層と、
　前記封止層を横切るビア構造であって、
　　第１の側面と、第２の側面と、第３の側面とを備えるビアと、
　　前記ビアの少なくとも前記第１の側面と前記第３の側面を囲むバリア手段とを備える
ビア構造と、
　前記ビア構造の前記バリア手段に結合されたパッドを備える基板であって、前記パッド
が前記ビア構造の前記ビアとの直接的な接点を有さない、基板とを備える装置。
【請求項１２】
　前記封止層の第１の表面に結合された第１の誘電体層をさらに備える、請求項１１に記
載の装置。
【請求項１３】
　前記封止層の第２の表面に結合された第２の誘電体層をさらに備える、請求項１２に記
載の装置。
【請求項１４】
　前記バリア手段は、チタン（Ｔｉ）、窒化チタン（ＴｉＮ）、および／またはチタンタ
ングステン（ＴｉＷ）を含む、請求項１１に記載の装置。
【請求項１５】
　前記基板に結合された第１のダイをさらに備え、前記封止層は、前記第１のダイを封止
する、請求項１１に記載の装置。
【請求項１６】
　前記ビア構造は充填手段をさらに備える、請求項１１に記載の装置。
【請求項１７】
　前記ビアはシード層を備える、請求項１１に記載の装置。
【請求項１８】
　前記ビアは、パッドとして動作するように構成された部分を備える、請求項１１に記載
の装置。
【請求項１９】
　インターポーザ、パッケージデバイス、および／またはパッケージオンパッケージデバ
イスを備える、請求項１１に記載の装置。
【請求項２０】
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　音楽プレーヤ、ビデオプレーヤ、エンターテイメントユニット、ナビゲーションデバイ
ス、通信デバイス、モバイルデバイス、モバイルフォン、スマートフォン、携帯情報端末
、固定位置端末、タブレットコンピュータ、および／またはラップトップコンピュータに
組み込まれる、請求項１１に記載の装置。
【請求項２１】
　集積デバイスを製作するための方法であって、
　基板上にパッドを形成するステップと、
　前記基板上に、光パターニング可能特性を有する封止層を形成するステップと、
　前記封止層内にビア構造を形成するステップとを含み、前記ビア構造を形成する前記ス
テップは、
　　前記封止層内のキャビティをフォトエッチングするステップと、
　　前記封止層の前記キャビティ内および前記基板の前記パッドの上方にバリア層を形成
するステップと、
　　前記バリア層上にビアを、前記パッドとの直接的な接点を有さないように形成するス
テップとを含み、前記ビアは、第１の側面と、第２の側面と、第３の側面とを備え、前記
ビアは、前記バリア層が前記ビアの少なくとも前記第１の側面と前記第３の側面を囲むよ
うに前記バリア層上に形成される、方法。
【請求項２２】
　前記封止層の第１の表面上に第１の誘電体層を形成するステップをさらに含む、請求項
２１に記載の方法。
【請求項２３】
　前記封止層の第２の表面上に第２の誘電体層を形成するステップをさらに含む、請求項
２２に記載の方法。
【請求項２４】
　前記バリア層を形成する前記ステップは、前記封止層内にチタン（Ｔｉ）層、窒化チタ
ン（ＴｉＮ）層、および／またはチタンタングステン（ＴｉＷ）層を形成するステップを
含む、請求項２１に記載の方法。
【請求項２５】
　前記基板に第１のダイを結合するステップをさらに含み、前記封止層を形成する前記ス
テップは、前記第１のダイを前記封止層によって封止するステップを含む、請求項２１に
記載の方法。
【請求項２６】
　前記ビア構造を形成するステップは、充填材を形成するステップをさらに含む、請求項
２１に記載の方法。
【請求項２７】
　前記ビアを形成する前記ステップは、前記バリア層上にシード層を形成するステップを
含む、請求項２１に記載の方法。
【請求項２８】
　前記ビアを形成する前記ステップは、ビアの一部をパッドとして形成するステップを含
む、請求項２１に記載の方法。
【請求項２９】
　前記集積デバイスは、インターポーザ、パッケージデバイス、および／またはパッケー
ジオンパッケージデバイスを備える、請求項２１に記載の方法。
【請求項３０】
　前記集積デバイスは、音楽プレーヤ、ビデオプレーヤ、エンターテイメントユニット、
ナビゲーションデバイス、通信デバイス、モバイルデバイス、モバイルフォン、スマート
フォン、携帯情報端末、固定位置端末、タブレットコンピュータ、および／またはラップ
トップコンピュータに組み込まれる、請求項２１に記載の方法。
【請求項３１】
　前記ビア構造はポリマー充填材をさらに備える、請求項１に記載の集積デバイス。
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【手続補正書】
【提出日】平成28年11月25日(2016.11.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１のダイと
　光パターニング可能特性を有する封止層であって、前記第１のダイを少なくとも部分的
に封止する封止層と、
　前記封止層を横切るビア構造であって、
　　第１の側面と、第２の側面と、第３の側面とを備えるビアと、
　　前記ビアの少なくとも前記第１の側面と前記第３の側面を囲むバリア層とを備えるビ
ア構造と、
　前記第１のダイに結合された基板であって、前記ビア構造の前記バリア層に結合された
パッドを備える基板であって、前記パッドが前記ビア構造の前記ビアとの直接的な接点を
有さない、基板とを備える集積デバイス。
【請求項２】
　前記封止層の第１の表面に結合された第１の誘電体層をさらに備える、請求項１に記載
の集積デバイス。
【請求項３】
　前記封止層の第２の表面に結合された第２の誘電体層をさらに備える、請求項２に記載
の集積デバイス。
【請求項４】
　前記ビア構造は充填材をさらに備え、前記充填材は非導電性充填材である、請求項１に
記載の集積デバイス。
【請求項５】
　前記ビアはシード層を備える、請求項１に記載の集積デバイス。
【請求項６】
　前記ビアは、パッドとして動作するように構成された部分を備える、請求項１に記載の
集積デバイス。
【請求項７】
　インターポーザ、パッケージデバイス、および／またはパッケージオンパッケージデバ
イスを備える、請求項１に記載の集積デバイス。
【請求項８】
　音楽プレーヤ、ビデオプレーヤ、エンターテイメントユニット、ナビゲーションデバイ
ス、通信デバイス、モバイルデバイス、モバイルフォン、スマートフォン、携帯情報端末
、固定位置端末、タブレットコンピュータ、および／またはラップトップコンピュータに
組み込まれる、請求項１に記載の集積デバイス。
【請求項９】
　第１のダイと、
　光パターニング可能特性を有する封止層であって、前記第１のダイを少なくとも部分的
に封止する封止層と、
　前記封止層を横切るビア構造であって、
　　第１の側面と、第２の側面と、第３の側面とを備えるビアと、
　　前記ビアの少なくとも前記第１の側面と前記第３の側面を囲むバリア手段とを備える
ビア構造と、
　前記第１のダイに結合された基板であって、前記ビア構造の前記バリア手段に結合され



(39) JP 2017-511971 A 2017.4.27

たパッドを備える基板であって、前記パッドが前記ビア構造の前記ビアとの直接的な接点
を有さない、基板とを備える装置。
【請求項１０】
　前記封止層の第１の表面に結合された第１の誘電体層をさらに備える、請求項９に記載
の装置。
【請求項１１】
　前記封止層の第２の表面に結合された第２の誘電体層をさらに備える、請求項１０に記
載の装置。
【請求項１２】
　前記ビア構造は充填手段をさらに備える、請求項９に記載の装置。
【請求項１３】
　前記ビアはシード層を備える、請求項９に記載の装置。
【請求項１４】
　前記ビアは、パッドとして動作するように構成された部分を備える、請求項９に記載の
装置。
【請求項１５】
　インターポーザ、パッケージデバイス、および／またはパッケージオンパッケージデバ
イスを備える、請求項９に記載の装置。
【請求項１６】
　音楽プレーヤ、ビデオプレーヤ、エンターテイメントユニット、ナビゲーションデバイ
ス、通信デバイス、モバイルデバイス、モバイルフォン、スマートフォン、携帯情報端末
、固定位置端末、タブレットコンピュータ、および／またはラップトップコンピュータに
組み込まれる、請求項９に記載の装置。
【請求項１７】
　集積デバイスを製作するための方法であって、
　基板上にパッドを形成するステップと、
　前記基板に第１のダイを結合するステップと、
　前記基板上に、光パターニング可能特性を有する封止層を、前記封止層が前記第１のダ
イを少なくとも部分的に封止するように形成するステップと、
　前記封止層内にビア構造を形成するステップとを含み、前記ビア構造を形成するステッ
プは、
　　前記封止層内のキャビティをフォトエッチングするステップと、
　　前記封止層の前記キャビティ内および前記基板の前記パッドの上方にバリア層を形成
するステップと、
　　前記バリア層上にビアを、前記パッドとの直接的な接点を有さないように形成するス
テップとを含み、前記ビアは、第１の側面と、第２の側面と、第３の側面とを備え、前記
ビアは、前記バリア層が前記ビアの少なくとも前記第１の側面と前記第３の側面を囲むよ
うに前記バリア層上に形成される、方法。
【請求項１８】
　前記封止層の第１の表面上に第１の誘電体層を形成するステップをさらに含む、請求項
１７に記載の方法。
【請求項１９】
　前記封止層の第２の表面上に第２の誘電体層を形成するステップをさらに含む、請求項
１８に記載の方法。
【請求項２０】
　前記ビア構造を形成するステップは、充填材を形成するステップをさらに含む、請求項
１７に記載の方法。
【請求項２１】
　前記ビアを形成するステップは、前記バリア層上にシード層を形成するステップを含む
、請求項１７に記載の方法。
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【請求項２２】
　前記ビアを形成するステップは、ビアの一部をパッドとして形成するステップを含む、
請求項１７に記載の方法。
【請求項２３】
　前記集積デバイスは、インターポーザ、パッケージデバイス、および／またはパッケー
ジオンパッケージデバイスを備える、請求項１７に記載の方法。
【請求項２４】
　前記集積デバイスは、音楽プレーヤ、ビデオプレーヤ、エンターテイメントユニット、
ナビゲーションデバイス、通信デバイス、モバイルデバイス、モバイルフォン、スマート
フォン、携帯情報端末、固定位置端末、タブレットコンピュータ、および／またはラップ
トップコンピュータに組み込まれる、請求項１７に記載の方法。
【請求項２５】
　前記ビア構造はポリマー充填材をさらに備える、請求項１に記載の集積デバイス。
【請求項２６】
　前記バリア層は、チタン（Ｔｉ）、窒化チタン（ＴｉＮ）、および／またはチタンタン
グステン（ＴｉＷ）を含む、請求項１に記載の集積デバイス。
【請求項２７】
　前記バリア手段は、チタン（Ｔｉ）、窒化チタン（ＴｉＮ）、および／またはチタンタ
ングステン（ＴｉＷ）を含む、請求項９に記載の装置。
【請求項２８】
　前記バリア層を形成するステップは、前記封止層内にチタン（Ｔｉ）層、窒化チタン（
ＴｉＮ）層、および／またはチタンタングステン（ＴｉＷ）層を形成するステップを含む
、請求項１７に記載の方法。



(41) JP 2017-511971 A 2017.4.27

10

20

30

40

【国際調査報告】



(42) JP 2017-511971 A 2017.4.27

10

20

30

40



(43) JP 2017-511971 A 2017.4.27

10

20

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                    テーマコード（参考）
   Ｈ０１Ｌ  21/768    (2006.01)           　　　　             　　　　        　　　　　
   Ｈ０１Ｌ  21/3205   (2006.01)           　　　　             　　　　        　　　　　

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,RW,SD,SL,ST,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,RU,T
J,TM),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,R
O,RS,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,KM,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,
BA,BB,BG,BH,BN,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,H
N,HR,HU,ID,IL,IN,IR,IS,JP,KE,KG,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG
,NI,NO,NZ,OM,PA,PE,PG,PH,PL,PT,QA,RO,RS,RU,RW,SA,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,
UA,UG,US

(72)発明者  ホン・ボク・ウィ
            アメリカ合衆国・カリフォルニア・９２１２１－１７１４・サン・ディエゴ・モアハウス・ドライ
            ヴ・５７７５
(72)発明者  ドン・ウク・キム
            アメリカ合衆国・カリフォルニア・９２１２１－１７１４・サン・ディエゴ・モアハウス・ドライ
            ヴ・５７７５
(72)発明者  シーチュン・グ
            アメリカ合衆国・カリフォルニア・９２１２１－１７１４・サン・ディエゴ・モアハウス・ドライ
            ヴ・５７７５
Ｆターム(参考) 5F033 HH11  HH18  HH23  HH33  JJ11  JJ18  JJ23  JJ33  KK08  MM30 
　　　　 　　        NN06  NN07  PP27  QQ09  QQ37  RR06  RR27  VV07  XX03 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	written-amendment
	search-report
	overflow

